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Zalacznik nr 1 do programu studiow

ZAKYL.ADANE EFEKTY UCZENIA SIE

Wydzial: Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki
Kierunek studiow: Elektronika i telekomunikacja

Poziom studiéow: studia drugiego stopnia
Profil: ogélnoakademicki

Umiejscowienie kierunku

Dziedzina nauki: nauki inzynieryjno-techniczne
Dyscyplina/dyscypliny w przypadku kilku dyscyplin proszg wskaza¢ dyscypling wiodaca)
automatyka, elektronika i elektrotechnika

Objasnienie oznaczen:
P6U — charakterystyki uniwersalne odpowiadajace ksztalceniu na studiach pierwszego stopnia - 6 poziom PRK*
P7U — charakterystyki uniwersalne odpowiadajace ksztalceniu na studiach drugiego stopnia - 7 poziom PRK*

P6S — charakterystyki drugiego stopnia odpowiadajgce ksztalceniu na studiach pierwszego stopnia studiéw - 6 poziom PRK *

P7S — charakterystyki drugiego stopnia odpowiadajgce ksztalceniu na studiach drugiego stopnia/ jednolitych magisterskich — 7 poziom PRK*
W — kategoria ,,wiedza”

U — kategoria ,,umiejetnosci”

K — kategoria ,.kompetencje spoteczne”

K(symbol kierunku) W1, K(symbol kierunku) W2, K(symbol kierunku)_W?3, ...- efekty kierunkowe dot. kategorii ,,wiedza”

K(symbol kierunku) U1, K(symbol kierunku)_U2, K(symbol kierunku)_U3, ...- efekty kierunkowe dot. kategorii ,,umiej¢tnosci”

K(symbol kierunku) K1, K(symbol kierunku) K2, K(symbol kierunku) K3, ...- efekty kierunkowe dot. kategorii ,,kompetencje spoteczne”

S(symbol specjalnosci) W..., S(symbol specjalnosci) W..., S(symbol specjalnosci) W..., ...- efekty specjalnosciowe dot. kategorii ,,wiedza”
S(symbol specjalnosci) _U..., S(symbol specjalnosci) _U..., S(symbol specjalnosci)_U..., ...- efekty specjalnosciowe dot. kategorii ,,umiejetnosci”
S(symbol specjalnosci) K..., S(symbol specjalnosci) K..., S(symbol specjalnosci) K..., ...- efekty specjalnosciowe dot. kategorii ,.,kompetencje
spoteczne”

..._inz — efekty uczenia si¢ umozliwiajace uzyskanie kompetencji inzynierskich



Symbol
kierunkowych
efektow
uczenia si¢

Opis efektow uczenia si¢ dla kierunku studiow
Elektronika i telekomunikacja
Po ukonczeniu kierunku studiow
absolwent:

Odniesienie do charakterystyk PRK

Uniwersalne
charakterystyki
pierwszego
stopnia

(V)

Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach
szkolnictwa wyzszego (S)

Charakterystyki
dla kwalifikacji
na poziomie 7
PRK

Charakterystyki dla
kwalifikacji na poziomie
7 PRK, umozliwiajacych

uzyskanie kompetencji
inzynierskich

WIEDZA (W)

K2eit_W01

ma poszerzong i poglebiong wiedze¢ z zakresie nauk i1 dziedzin
(fizyka, chemia, biologia, informatyka, inzynieria materialowa)
niezbedng do zrozumienia istoty zjawisk/wtasciwosci bedacych
wynikiem zmniejszenia wymiarbw a wykorzystywanych
w nanotechnologii

P7TU_ W

P7S_WG

K2eit_ W02

ma poszerzong i poglebiong wiedze z zakresu fizyki, obejmujaca
podstawy fizyki kwantowej i fizyke ciata stalego oraz podstawy
teoretyczne 1 doswiadczalne dla szczegdtowych zagadnien
z zakresu elektroniki i fotoniki niezb¢dnych do zrozumienia
zjawisk (fotoelektronowego, akustyczno-elektronowego,
nadprzewodnictwa)

P7U_ W

P7S_ WG

K2eit W03

ma podstawowg wiedz¢ w zakresie teorii i metod programowania
linlowego 1 nieliniowego wykorzystywanych w dzialaniach
optymalizacyjnych

P7S_WG

K2eit W04

ma podbudowang teoretycznie wiedz¢ dotyczaca typowych
technik ialgorytméw numerycznych stosowanych w inzynierii
jak: rozniczkowanie 1 catkowanie numeryczne, planowanie
eksperymentéw, optymalizacja stosowana do rozwigzywania
rownan i uktadow rownan, zardwno liniowych jak i nieliniowych,
interpolacji czy optymalizacji numerycznej oraz uktadéw rownan
rézniczkowych

P7U_W

P7S_WG

K2eit W05

zna i rozumie elementy statystyki matematycznej pod katem
mozliwo$ci  zastosowania  jej W praktyce  inzynierskiej
i w badaniach naukowych

P7U_ W




K2eit_W06

ma podstawowa wiedze w zakresie: réwnan rézniczkowych
zwyczajnych 1 czastkowych, réwnan catkowych, teorii procesow
stochastycznych (procesy stacjonarne, Markowa, odnowy,
gaussowskie), przestrzeni Hilberta, niezbedng do zrozumienia
zagadnien  matematycznych ~ wnaukach o  charakterze
inzynierskim

P7TU_ W

K2eit_WO07

ma wiedze dotyczaca teorii niezawodnosci, metod testowania
elementéw 1 urzadzen, metod diagnostyki, podstawowych
charakterystyk w teorii niezawodnosci, typowych rozktadow,
niezawodnos$ci systemdéw, estymacji parametréw niezawodnosci,
plandéw badan, testowania 1 diagnostyki oraz modeli uszkodzen

P7S_WG

P7S WG INZ

K2eit_W08

posiada wiedze dotyczaca podstaw dziatania czujnikéw sity
i wychylenia, bazujagcych na efekcie piezorezystywnym
i piezoelektrycznym, metod obliczania czulo$ci pomiarowe;
i zdolnosci rozdzielczej czujnikow piezorezystywnych oraz
konstrukcji systemow MEMS

P7S_WG

K2eit_ W09

ma uporzagdkowang, podbudowang teoretycznie wiedze ogolng
i szczegotowa z zakresu nauk $cistych itechnicznych
W obszarach wtasciwych dla studiowanego kierunku

P7U_ W

P7S_WG

P7S_ WG INZ

K2eit_ W10

posiada wiedz¢ o podstawach systemow organizacji produkcji
| zarzadzania, przydatng menadzerom malych i $rednich
przedsi¢biorstw; zna howoczesne systemy produkcyjne i procesy
zarzadzania produkcjg oraz informacje o finansach, analizie
rynku, logistyce, kierowaniu zespotami ludzkimi, stanowigce
podstawe strategicznego kierowania przedsi¢gbiorstwem

P7S_WK

P7S._ WK _INZ

K2eit W11

ma wiedz¢ niezbedng do rozumienia ekonomicznych, prawnych,
spofecznych 1 innych pozatechnicznych  uwarunkowan
dziatalno$ci inzynierskiej oraz ich uwzgledniania w praktyce
inzynierskiej

P7S_WK

P7S_ WK INZ

K2eit W12

ma podstawowa wiedze¢ w zakresie zarzadzania / zarzadzania
jakos$cia 1 prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej

P7S_WK

P7S_WK INZ




K2eit_ W13

ma wiedzg¢ z zakresu techniki sensorowej, w tym wiedzg
niezb¢dng do zrozumienia fizycznych i mechanicznych zasad
dziatania sensorow i aktuatoréw, zna zalezno$ci migdzy ich
parametrami uzytkowymi a budowa; ma podstawowa wiedz¢ na
temat technologii sensoréw i aktuatorow

P7TU W

P7S_WG

P7S WG _INZ

Efekty uczenia si¢ w kategorii WIEDZA dla specjalnosci:
e Mikrosystemy (EMS) zawarte s3 w zalaczniku I
e Optoelektronika i technika $wiattowodowa (EOT) zawarte sa w zalaczniku I1
e FElectronics, Photonics, Microsystems (EPM) zawarte s3 w zalaczniku I11

UMIEJETNOSCI (U)

K2eit_U01

potrafi oceni¢ i wykorzysta¢ elementy/obiekty o wymiarach
nanometrowych (przede wszystkim elementy potprzewodnikowe
oraz inne wykonane zréznicowanymi technikami/technologiami)

P7S_UW

P7S_UW_INZ

K2eit_U02

potrafi oceni¢ 1 wykorzysta¢ zjawiska zachodzace w ciele statym
w zastosowaniach elektroniki kwantowej

P7S_UW

P7S_UW_INZ

K2eit_U03

potrafi stosujgc metody programowania liniowego 1 nieliniowego
rozwigzywac przyklady i1 zadania optymalizujac postawiony cel

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW INZ

K2eit_U04

potrafi  wykorzysta¢c poznane metody numeryczne do
rozwigzywania typowych zagadnien inzynierskich

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW INZ

K2eit_U05

ma podstawowe praktyczne umiejetnosci w zakresie prezentacji,
analizy i interpretacji danych oraz zastosowania metod
statystycznych w analizie r6znorodnych zjawisk fizycznych

P7U_U

P7S_UK
P7S_UW

P7S_UW INZ

K2eit_U06

potrafi poprawnie i efektywnie zastosowaé wiedze¢ z rownan
rozniczkowych 1 calkowych oraz proceséw stochastycznych do
jakosciowej 1 iloSciowej analizy zagadnien matematycznych
powiazanych ze studiowang dyscypling inzynierska

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW INZ

K2eit_U07

potrafi rozwigzywaé zagadnienia =z zakresu: obliczania
charakterystyk niezawodnosci, obliczania  parametrow
z wykorzystaniem danych pomiarowych, planowania sposobow
testowania, planowania metod diagnostyki

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW_INZ

K2eit_U08

potrafi  przedstawi¢  zasad¢ dzialania 1  podstawowe
charakterystyki i konstrukcje aktuatorow  wychylenia,
wykorzystujacych aktuacje piezoelektryczng i elektrostatyczng

P7U_U

P7S_UK




potrafi Korzystajac z informacji literaturowych oraz na bazie

o : S . ! P7S_UW
. wynikéw prac wilasnych, integrujac i interpretujac oraz dokonujac -
KZ2eit_U09 : il o . P7U_U P7S_UK
krytycznej oceny przygotowaé i przedstawi¢ prezentacje ustng
o, . . ., P7S_UU
dotyczaca zagadnien z zakresu studiowanego kierunku studiow
potrafi wykorzysta¢ poznang wiedz¢ o nowoczesnych systemach P7S UO .
K2eit_U10 | produkcyjnych i procesach zarzadzania produkcja, analizie rynku, P7U_U P7S UW P7S UW_INZ
logistyce i kierowaniu zespotami ludzkimi -
K2eit UL1 po.traf'i formqlgwac 1 tqstowac hlpot_ezy zwigzane z problemami P7S UW P7S UW INZ
- inzynierskimi i prostymi badawczymi - - -
potrafi oceni¢ przydatnos¢ 1 mozliwosci wykorzystania nowych
K2eit_U12 | osiagnie¢ w zakresie technik itechnologii zwigzanych ze P7S_UW P7S UW_INZ
studiowanym kierunkiem studiéw
potrafi dokona¢ krytycznej analizy sposobu funkcjonowania
K2eit U13 I oceni¢ 1'stn1ejqce rozwigzania teghmczqe, zwias;an P7S_UW P7S UW INZ
W powigzaniu  ze  studiowanym  kierunkiem  studiow, - -
W szczegdlnosci urzadzenia, obiekty, systemy, procesy, ustugi
K2eit U14 potraﬁ zaproponowac ulepszenia / usprawnienia istniejacych P7S_UW P7S_UW INZ
rozwigzan technicznych -
K2eit_U15 potraﬁ oceni¢ i vyykprzystac e'lemen‘Fy po'lprzewodm'kov‘ve oraz P7S_UW P7S_UW INZ
inne wykonane zroznicowanymi technikami/technologiami -
K2eit UL6 potrafi okresli¢ klerpnkl dalszego uczenia si¢ 1 zrealizowac P7U U
- proces samoksztalcenia -
zna specjalnosciowy jezyk obcy na poziomie S$rednio-
K2eit UL7 zaawansowanym (BZ+); potrafi porozumiewa¢ si¢ (.ustnle.l na P7S UK
- pisSmie) w srodowisku zawodowym, zna wigcej niz jeden jezyk -
obcy
Efekty uczenia si¢ w kategorii UMIEJETNOSCI dla specjalnosci:
e Mikrosystemy (EMS) zawarte sa w zalaczniku I
e Optoelektronika i technika $wiattowodowa (EOT) zawarte sag w zalaczniku I1
e Electronics, Photonics, Microsystems (EPM) zawarte sa w zalaczniku IT1
KOMPETENCJE SPOLECZNE (K)
K2eit_KO1 cechowa¢ go bedzie otwarto§¢ na nowe innowacyjne P7S_KK

rozwigzania, konstrukcje i procesy wytworcze




dostrzega aspekty zwigzane ze zbieraniem, prezentacjg danych

P7S_KK

K2eit_K02 | pomiarowych w réznych dziedzinach praktyki inzynierskiej oraz P7U_K
. ” . . . P7S_KR
koniecznos$¢ stosowania metod statystycznych do ich opisu -

. dostrzega konieczno$¢ podejmowania 1 wdrazania dziatan P7S_KK
K2eit_KO3 optymalizacyjnych w r6znorodnych dziedzinach zycia PTU_K P7S_KO
K2eit K04 UWzglqdrpa k_omeczno_sc stosowania metod numerycznych P7S KK

— W procesie projektowania -
K2eit_KO5 | potrafi mys$le¢ i dziata¢ w sposob kreatywny i przedsigbiorczy PP77SS_KKK
. . . o _ e P7S_KK
. prawidtowo identyfikuje, rozwigzuje 1 wdraza, wspotdzialajac -
KZ2eit_KO06 N . o P7S_KO
- W grupie, wiedz¢ do analizy zagadnien matematycznych P7S KR
potrafi odpowiednio okresli¢ priorytety stuzace realizacji zadania B
K2eit_KO7 | okreslonego przez siebie i innych; potrafi bezpiecznie P7U_K P7S_KR
wykonywac 1 opracowywac¢ wyniki pomiarOw
ma $wiadomos$¢ waznosci zagadnien zwigzanych z: wdrazaniem
K2eit KO8 IfunkCJ’onowamem w dziatalnosci ’1nzymersk1eJ powoczesnygh P7U K P7S_KK
systemow produkcyjnych, proceséw zarzadzania produkcja,
logistyki oraz kierowaniem zespotami ludzkimi
rozumie potrzebe formutowania i1 przekazywania spoleczenstwu,
m.in. przez $rodki masowego przekazu, informacji 1 opinii P7S KO
K2eit_K09 dotyczacych osiggnie¢ studiowanego kierunku i innych aspektow P7U_K -

. AT . . . P7S_KR
dziatalnosci inzyniera elektronika, w sposdb powszechnie -
zrozumialy z uwzglednieniem r6znych punktow widzenia
ma $§wiadomo$¢ wagi 1 rozumie pozatechniczne aspekty i skutki P7S KO

K2eit_K10 | dzialalno$ci inzynierskiej, w tym jej wpltywu na $rodowisko P7U_K P7S KR
1 zwigzanej z tym odpowiedzialno$ci za podejmowane decyzje -

K2eit K11 | potrafi wskazac priorytety stuzace realizacji okreslonego zadania P7U_K

K2eit_K12 prawidlowo identyfikuje 1 rozstrzyga dylematy zwigzane P7S_KR

z wykonywaniem zawodu

Efekty uczenia si¢ w kategorii KOMPETENCIJE SPOLECZNE dla specjalno$ci:
e Mikrosystemy (EMS) zawarte sa w zalaczniku I

e Optoelektronika i technika $wiattowodowa (EOT) zawarte sag w zalaczniku 11

e Electronics, Photonics, Microsystems (EPM) zawarte s3 w zalgczniku I11
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Zatacznik 1
Specjalnos¢ Mikrosystemy

Odniesienie do ogolnych charakterystyk efektow

Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach

teoretyczne 1 doswiadczalne dla szczegdlowych zagadnien
z zakresu elektroniki i techniki mikrosystemow

Symbol Opis efektow uczenia si¢ dla specjalnosci Uniwersalna . .
) . . szkolnictwa wyzszego (S)
specjalnosciowych Mikrosystemy charakterystyka Charakterystyki dia
efektow uczenia Po ukonczeniu kierunku studiow pierwszego | Charakterystyki kwalifikacji na poziomie
si¢ absolwent: stopnia dla kwalifikacji 7PRK. u n{ozliwiajqcych
L) na pc;)z%oKmle ! uzyskanie kompetencji
inzynierskich
WIEDZA (W)

ma poszerzong 1 poglebiong wiedz¢ w zakresie procesow
technologicznych  stosowanych ~w  szeroko rozumianej

S2ems_W01 mikroelektronice cienkowarstwowej z wykorzystaniem wiedzy P7U W P7S_ WG
na temat zjawisk zachodzacych podczas plazmowych proceséw
w atmosferze obnizonego ci$nienia
ma poszerzong i poglebiong wiedz¢ w zakresie teoretycznych

S2ems_WO02 I praktycznych aspektow zastosowania metod numerycznych do P7TU_W P7S_WG
modelowania i projektowania w dziedzinie mikrosystemow

S2ems W03 ma uporzadkowang, podstawowg wiedz¢ w zakresie budowy P7U W P7S WG

- I dziatania analogowych uktadow scalonych - -

S2ems W04 Ir:ongr'la\lie metodyke programowania 1 uruchamiania ukladow P7U W P7S WG
ma poszerzong i poglebiong wiedz¢ z zakresie nauk i dziedzin
(fizyka, chemia, biologia, informatyka, inzynieria materialowa)

S2ems_WO05 niezbedng do zrozumienia istoty zjawisk/wilasciwosci bedacych P7U_W P7S_WG
wynikiem zmniejszenia wymiarow i wykorzystywanych
W technice mikrosystemow
ma poszerzong i poglebiong wiedz¢ z zakresu fizyki ,obejmujaca

S2ems W06 podstawy fizyki kwantowej i fizyke ciala statlego oraz podstawy P7U W P7S WG




S2ems_WO07

ma podstawowa wiedz¢ w zakresie teorii 1 metod
programowania liniowego i nieliniowego, wykorzystywanych w
dziataniach optymalizacyjnych systemow
mikroelektromechanicznych

P7S_WG

S2ems_WO08

ma podbudowang teoretycznie wiedzg dotyczaca typowych
technik i1 algorytméw  numerycznych  stosowanych
w modelowaniu systemow mikroelektromechanicznych

P7U_ W

P7S_WG

S2ems_W09

zna 1 rozumie elementy statystyki matematycznej pod katem
mozliwosci  zastosowania jej w praktyce inzynierskiej
i w badaniach naukowych w zakresie techniki mikrosystemow

P7U_W

S2ems_W10

ma podstawowg wiedz¢ w zakresie: roOwnan rézniczkowych
zwyczajnych i czastkowych, réwnan catkowych, teorii procesow
stochastycznych (procesy stacjonarne, Markowa, odnowy,
gaussowskie), przestrzeni Hilberta, niezbedng do zrozumienia
zagadnien  matematycznych ~ w naukach o0  charakterze
inzynierskim, wykorzystywanych w technice MEMS

P7TU_ W

S2ems W11

ma poszerzong, poglebiong i uporzadkowang wiedze w zakresie
fizyki ipodstaw chemii niezbedng do zrozumienia dzialania
systemOw zasilajacych w mikrosystemach (zasada dziatania,
rozwigzania technologiczno-konstrukcyjne, parametry
eksploatacyjne)

P7U W

S2ems_W12

ma podbudowang teoretycznie wiedz¢ na temat aktualnych
osiggniec elektroniki uzytkowe;j 1 przemysltowej:
mikroelektronika, elektronika duzych mocy
wysokotemperaturowa, mikrosystemy w tym: M i MO; posiada
wiedze o najnowszych zastosowaniach elektroniki

P7S_WG

S2ems_W13

ma uporzagdkowang, podbudowang teoretycznie wiedze
zwigzang z konstrukcja, zasadami dziatania, wlasciwosciami
i zastosowaniem czujnikow fizycznych i chemicznych oraz
mikrosystemow wykonanych technologia grubowarstwowa
i LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic); zna Kierunki
rozwoju mikrosysteméw LTCC

P7S_WG




S2ems_W14

ma podbudowang teoretycznie wiedz¢ dotyczaca podstaw
fizyko-chemicznych, technologicznych, konstrukcji,
wytwarzania, dziatania izastosowan  mikrosystemow
analitycznych, mikroreaktorow, bio-chipow i lab-on-chipow

P7S_WG

P7S WG _INZ

S2ems_W15

ma uporzadkowang wiedz¢ dot. wykorzystywania metod badan
oraz analizy wynikbw do kompleksowej diagnostyki
wilasciwos$ci materiatow dla elektroniki 1 fotoniki

P7U_ W

P7S_WG

S2ems_W16

ma wiedze z zakresu podstaw techniki sensorowej w obszarze
studiowanego kierunku studidow w tym wiedz¢ niezbedng do
zrozumienia fizycznych i chemicznych mechanizméw dziatania
sensorow z uwzglednieniem zaleznosci migdzy ich parametrami
uzytkowymi a budowg; ponadto, ma wiedz¢ w zakresie podziatu
i technologii wykonywania sensorow

P7TU_W

P7S_WG

S2ems W17

ma wiedz¢ o budowie 1 zasadach dzialania wspotczesnych
systemOw operacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
systemOw rodziny Linux oraz systemow wbudowanych; zna
zasady korzystania z niskopoziomowych funkcji systemowych
I programowania oraz konfiguracji systeméw wbudowanych
przeznaczonych m.in. dla mikrokontrolerow

P7U W

P7S_ WG

S2ems_W18

ma uporzagdkowang wiedz¢ w zakresie konstrukcji, dzialania,
projektowania niektorych uktadow elektronicznych
odpowiedzialnych za pomiar 1 przetwarzanie sygnatow
czujnikowych

P7TU_W

P7S_WG

S2ems_W19

ma wiedze dotyczgcg teorii niezawodnos$ci, metod testowania
elementow i urzadzen, metod diagnostyki; posiada wiedz¢ na
temat podstawowych charakterystyk w teorii niezawodnosci,
typowych rozkladow, niezawodno$ci systemoOw, estymacji
parametrow  niezawodnosci, planow badan, testowania
i diagnostyki, oraz modeli uszkodzen

P7S_WG

P7S WG_INZ

S2ems_W20

posiada wiedze¢ dotyczaca podstaw dziatania czujnikdéw sity
i wychylenia, bazujacych na efekcie piezorezystywnym
i piezoelektrycznym, metod obliczania czulosci pomiarowej
i zdolnosci  rozdzielczej  czujnikow  piezorezystywnych,
piezoelektrycznych oraz konstrukcji systemow

P7S_WG

P7S_WG_INZ




S2ems_W21

ma uporzadkowang, podbudowang teoretycznie wiedz¢ ogdlng
I szczegotowa z zakresu nauk $cistych itechnicznych
W obszarach wtasciwych dla studiowanej specjalnosci; zna
podstawowe zasady redakcji opracowania naukowego, pracy
dyplomowej

P7U W

P7S_WG

P7S WG _INZ

S2ems_W22

posiada uporzadkowang wiedz¢ o podstawowych procesach
technologicznych,  charakterystycznych  dla  elektroniki
polimerowej i molekularnej oraz o podstawowych materiatach,
elementach biernych iprzyrzadach aktywnych elektroniki
organicznej

P7U_W

P7S_WG

S2ems_W23

ma uporzagdkowana, podbudowang teoretycznie wiedzg
uniwersalng i poglebiong z zakresu nauk Scistych i technicznych
w obszarach wiasciwych dla studiowanej specjalnosci

P7TU_ W

P7S_WG

S2ems_ W24

posiada wiedzg o podstawach systeméw organizacji produkcji
| zarzagdzania, przydatng menadzerom matych i $rednich
przedsigbiorstw; zna nowoczesne systemy produkcyjne i procesy
zarzadzania produkcja oraz informacje o finansach, analizie
rynku, logistyce, kierowaniu zespotami ludzkimi, stanowigce
podstawe strategicznego kierowania przedsigbiorstwem

P7S_ WK

UMIEJETNOSCI (U)

S2ems_U01

potrafi zaplanowac proces technologiczny osadzania warstwy
cienkiej, w tym z wykorzystaniem proceséw zachodzacych
W wyladowaniach gazowych

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2ems_UQ02

potrafi, przy formutlowaniu i rozwigzywaniu zadan zwigzanych
Z modelowaniem i projektowaniem mikrosysteméw, integrowac
wiedze pochodzaca z r6znych zrodet

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2ems_U03

potrafi oceni¢, porowna¢ ze wzgledu na parametry opisujace
uktad scalony, rozwigzania uktadowe i dokona¢ analizy pracy
analogowych i cyfrowych ukladow scalonych w typowych
zastosowaniach

P7S_UW

P7S_UW_INZ

S2ems_U04

potrafi zaprogramowac¢ i uruchomi¢ uktady FPGA

P7S_UW

P7S UW INZ

S2ems_UQ05

potrafi oceni¢ i wykorzysta¢ elementy/obiekty o wymiarach
mikrometrowych (przede wszystkim elementy
czujnikowe/sensorowe oraz inne wykonane zrdéznicowanymi
technikami/technologiami)

P7S_UW

P7S_ UW_INZ
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S2ems_UQ06

potrafi oceni¢ 1 wykorzysta¢ zjawiska zachodzace w ciele statym
w mikrosystemach

P7S_UW

P7S UW INZ

S2ems_UQ7

potrafi,  stosujac  metody  programowania  liniowego
I nieliniowego, rozwigzywaé przyktady i zadania optymalizujac
parametry mikrosystemow

P7U_U

P7S_UW

P7S UW INZ

S2ems_UQ08

potrafi wykorzysta¢ poznane metody numeryczne podczas
projektowania konstrukcji MEMS

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2ems_UQ9

ma podstawowe praktyczne umiejetnosci w zakresie prezentaciji,
analizy 1 interpretacji danych oraz zastosowania metod
statystycznych w analizie niezawodnos$ci mikrosystemow

P7U_U

P7S_UK
P7S_UW

P7S_UW INZ

S2ems_U10

potrafi poprawnie 1 efektywnie zastosowa¢ wiedz¢ z rownan
rozniczkowych 1 catkowych oraz procesow stochastycznych do
jakosciowe] 1 ilosciowe] analizy zagadnien matematycznych
powigzanych ze studiowang specjalnoscia

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW_INZ

S2ems_U11

potrafi w zalezno$ci od wymagan oraz dostepnych rozwigzan
I parametrow eksploatacyjnych dobra¢ 1 zastosowac
odpowiednie zrodlo zasilania mikrosystemu

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2ems_U12

potrafi oceni¢ przydatno$¢ 1 mozliwo$¢ wykorzystania nowych
rozwigzan  (ukladéw, systemow elektroniki  uzytkowe;j
I przemystowej) o charakterze innowacyjnym

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2ems_U13

potrafi oceni¢ przydatno$¢ 1 mozliwos¢ wykorzystania
czujnikow fizycznych 1 chemicznych oraz mikrosystemow
wykonanych technologia grubowarstwowa 1 LTCC

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2ems_U14

potrafi ~ zaprojektowa¢  wybrane  czujniki, aktuatory
i mikrosystemy ceramiczne; potrafi opracowaé zalozenia dot.
konstrukcji wybranych przyrzadow oraz opracowac algorytm
technologii wykonania struktury

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2ems_U15

potrafi opisaé, oceni¢ 1 poroOwnac¢ dzialanie mikrosystemow
analitycznych  gazowych i cieczowych; zna zasady
projektowania, wytwarzania, dziatania oraz zastosowania
mikrosystemow dla chemii i mikrochemii

P7S_UW

P7S_UW INZ
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S2ems_U16

potrafi wykorzysta¢ posiadang wiedz¢ do przeprowadzenia
badan elementéw skiadowych mikrosysteméw analitycznych
(zaworéw, dozownikow, mieszaczy, detektorow) oraz zna prace
kompletnych ~ wysoko  zaawansowanych  mikrosystemow
analitycznych (np. zintegrowany chromatograf gazowy)

P7S_UW

P7S UW INZ

S2ems_U17

potrafi planowaé, bezpiecznie wykonywa¢ pomiary oraz
opracowywac¢ wyniki pomiarow

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2ems_U18

potrafi  réznicowa¢ metody stosowane w  badaniach
potprzewodnikowych struktur powierzchniowych, stosowanych
w elektronice  mikro-systeméw oraz w  charakteryzacji
strukturalnej nowoczesnych materialdw mikro- i optoelektroniki

P7S_UW

P7S UW INZ

S2ems_U19

potrafi oceni¢ przydatno$¢ 1 wykorzysta¢ poznane metody,
stosowane w mikroelektronice do charakteryzacji powierzchni
ciata statego, struktury, sktadu materialowego oraz witasciwosci
optycznych

P7S_UW

P7S_UW_INZ

S2ems_U20

potrafi zaprojektowa¢, wykona¢ 1 przeprowadzi¢ badania
wytworzonych lub handlowo dost¢gpnych czujnikéw oraz
wyznaczy¢ ich parametry uzytkowe

P7S_UW

P7S UW INZ

S2ems_U21

posiada umiejetnos¢ korzystania z niskopoziomowych funkcji
systemowych; potrafi programowac ikonfigurowaé systemy
wbudowane, przeznaczone m.in. dla mikrokontrolerow

P7S_UW

S2ems_U22

potrafi zaprojektowa¢ ukiady elektroniczne odpowiedzialne za
pomiar i przetwarzanie sygnalow czujnikowych, a w zaleznosci
od stopnia zlozonosci wykona¢, uruchomi¢ 1 zmierzy¢
wlasciwosci uzytkowe skonstruowanych precyzyjnych ukltadow
analogowych i cyfrowych (mikrokontrolerowych), w tym
uktadoéw sterowania i automatyki

P7S_UW

P7S UW_INZ

S2ems_U23

potrafi  przedstawi¢  zasade dziatania 1  podstawowe
charakterystyki i konstrukcje  aktuatorow  wychylenia,
dziatajacych  na  zasadzie  aktuacji  piezoelektrycznej
i elektrostatycznej

P7S_UK
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S2ems_U24

potrafi, korzystajac z informacji literaturowych oraz w oparciu
owyniki prac wlasnych, integrujac i interpretujac oraz
dokonujac krytycznej oceny, przygotowaé prace dyplomowa
I przedstawi¢ prezentacje ustng dotyczaca zagadnien z zakresu
studiowanej specjalnosci; postuguje si¢ jezykiem angielskim
w stopniu wystarczajagcym do porozumiewania si¢, réwniez
w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury
fachowej, a takze przygotowania i1 wygloszenia krotkiej
prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub
badawczego w zakresie studiowanej specjalnosci

P7U_U

P7S_UW
P7S_UK
P7S_UU

S2ems_U25

potrafi oceni¢ 1 wykorzysta¢ wiedz¢ o elementach
I podzespotach biernych (czujnikach opartych na kompozytach
wypehliacz proszkowy - lepiszcze organiczne), przyrzadach
aktywnych elektroniki organicznej (emitery promieniowania
optycznego,  wyswietlacze,  detektory = promieniowania,
tranzystory organiczne, ukfady scalone oraz pamigci masowe)
oraz czujnikach chemicznych opartych na pédiprzewodnikach
organicznych

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2ems_U26

potrafi, korzystajac z informacji literaturowych oraz na bazie
wynikow prac wlasnych, integrujac i interpretujgc oraz
dokonujac krytycznej oceny przygotowa¢ 1 przedstawic
prezentacje ustng dotyczacg zagadnieh z zakresu studiowanej
specjalnosci

P7U_U

P7S_UW
P7S_UK
P7S_UU

S2ems_U27

potrafi wykorzysta¢ poznang wiedz¢ o nowoczesnych systemach
produkcyjnych i procesach zarzadzania produkcja, analizie
rynku, logistyce i kierowaniu zespotami ludzkimi

P7S_UW
P7S_UO

KOMPETENCJE SPOLECZNE (K)

S2ems_KO01

pracuje samodzielnie i w zespole

P7U K

S2ems_K02

uwzglednia konieczno$¢ stosowania metod numerycznych
w procesie projektowania mikrosystemow

P7S_KK

S2ems_KO03

potrafi myslec i dziata¢ w sposdb innowacyjny i przedsiebiorczy

P7U K

P7S_KK

S2ems_Ko04

cechowa¢ go bedzie otwartoS¢ na nowe innowacyjne
rozwigzania, konstrukcje 1 procesy wytwodrcze stosowane
w technice mikrosystemow

P7S_KK
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dostrzega aspekty zwigzane ze zbieraniem, prezentacja danych

P7S_KK

S2ems_KO05 pomiarowych  oraz  konieczno$¢  stosowania  metod P7U_K P7S KR
statystycznych do ich opisu projektowanych czujnikow MEMS -
dostrzega konieczno$¢ podejmowania i wdrazania dziatan P7S KK

S2ems_KO06 optymalizacyjnych struktur, elementéw i systemoéw stosowanych P7U_K P7S KO
w roznych dziedzinach Zycia -

. . : L . 4 P7S_KR

S2ems K07 praw1di'owo' 1dentyﬁkuje', rozwigzuje | \ydr?za, 'wspoidmalajqc P7S_KK
W grupie, wiedz¢ do analizy zagadnien inzynierskich P7S KO
rozumie potrzebe ustawicznego ksztalcenia si¢, rozumie zasade
dziatania elementow sensorowych, zktorych korzysta oraz P7S KO

S2ems_KO08 rozumie konieczno$¢ stosowania sensorow, w celu poprawy P7U_K P7S KR
bezpieczenstwa czlowieka, szybszej diagnostyki medycznej oraz -
kontroli stanu srodowiska
potrafi odpowiednio okresli¢c priorytety stuzace realizacji

S2ems_K09 zadania okre$lonego przez siebie i innych; potrafi bezpiecznie P7U_K
wykonywac 1 opracowywacé wyniki pomiarow
ma $wiadomos$¢ waznos$ci zagadnien zwigzanych z: wdrazaniem

S2ems_K10 iﬁlnkcjon9waniem w dziaialnf)éci inZynierski‘ej npwoczesnygh P7U K P7S_KK
technologii systemow wytworczych, organizacja produkcji,
logistyka oraz kierowaniem zespotami ludzkimi
rozumie potrzebe formutowania i1 przekazywania spoteczenstwu,
m.in. poprzez $rodki masowego przekazu, informacji i opinii
dotyczacych osiggnie¢ studiowanej specjalno$ci 1 innych P7S_KO

S2ems_K11 aspektow dziatalnosci inzyniera elektronika, w sposob P7U_K P7S_KR

powszechnie zrozumiaty z uwzglednieniem rdéznych punktow
widzenia
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Zatacznik Il

Specjalnos¢ Optoelektronika i technika swiattowodowa

Odniesienie do ogolnych charakterystyk efektow

Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach

Symbol Opis efektow uczenia si¢ dla specjalnosci Uniwersalna . .
. L a LA szkolnictwa wyzszego (S)
specjalnosciowych Optoelektronika i technika swiatlowodowa charakterystyka Charaktervstvki dia
efektow uczenia Po ukonczeniu kierunku studiow pierwszego | Charakterystyki araxterystyki dia
i _ ) o2 .| kwalifikacji na poziomie
si¢ absolwent: stopnia dla kwalifikacji e
" 7 PRK, umozliwiajacych
V) na poziomie 7 . o
uzyskanie kompetencji
PRK o
inzynierskich
WIEDZA (W)
ma poszerzong 1 poglebiong wiedze w zakresie fizyki,
obejmujaca podstawy fizyki kwantowej i fizyke ciata stalego,
S2eot_WO01 w tym wiedze niezbedng do zrozumienia zjawisk fizycznych P7TU_W P7S_WG
majacych istotny wpltyw na wiasciwosci nowych materiatlow
I dzialanie zaawansowanych elementoéw fotonicznych
ma poglebiong, podbudowang teoretycznie wiedz¢ w zakresie
S2e0t W02 fOtonlk!, W tym w1edzq .r.uezqunq .do Zrozumienia dz1aia1_na P7U W P7S_WG P7S WG INZ
systemOw telekomunikacji optyczne] oraz optycznego zapisu
i przetwarzania informacji
ma poszerzong i poglebiong wiedz¢ w zakresie fizyki,
obejmujagcg podstawy fizyki kwantowej i fizyke ciala statego,
S2eot_WO03 wtym wiedz¢ niezbedng do zrozumienia zjawisk fizycznych P7TU W P7S_WG
majacych istotny wptyw na wlasciwosci nowych materialow
i dziatanie zaawansowanych elementow elektronicznych
ma poglebiona, podbudowang teoretycznie wiedz¢ w zakresie
S2e0t W04 fotonlk!, W tym wiedze mezbq(lina} do zrozumienia dzialania P7U W P7S WG
- systemow optoelektronicznych, sensorowych - -
i mikrosystemowych
ma poglebiona, podbudowang teoretycznie wiedze W zakresie
S2eot W05 podstawowych  mechanizméw wzmacniania 1 generacji P7U W P7S WG P7S WG INZ

promieniowania elektromagnetycznego, laseréw, a takze

zastosowania techniki laserowej
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S2eot_ W06

ma poglebiong, uporzadkowana wiedz¢ w zakresie procesoOw
wytwarzania elementéw, uktadow scalonych i mikrosystemow,
atakze wplywu parametréw tych proceséw na parametry
konstrukcyjne iuzytkowe wytwarzanych obiektow; ma
podstawowa wiedzg w zakresie nanotechnologii

P7U W

P7S_WG

P7S WG _INZ

S2eot W07

ma poglebiong 1 wuporzadkowana wiedz¢ w zakresie
wykorzystania i projektowania swiatlowodowych systemow
pomiarowych przydatnych we wspdtczesnych dziedzinach
techniki

P7TU_W

P7S_WG

P7S WG _INZ

S2eot_ W08

ma poglebiong 1 wuporzadkowang wiedze¢ w  zakresie
podstawowych  zjawisk optycznych w polprzewodnikach,
podstaw fizycznych i konstrukcji zaawansowanych przyrzadow
i uktadow  optoelektroniczny oraz zastosowan ukladow
optoelektronicznych

P7TU_ W

P7S_WG

P7S_ WG _INZ

S2eot_ W09

rozumie metodyke projektowania zlozonych analogowych,
cyfrowych i mieszanych uktadow elektronicznych (réwniez
W wersji scalonej) oraz systemow elektronicznych; zna jezyki
opisu sprzetu ikomputerowe narz¢dzia do projektowania
i symulacji uktadow i systemow

P7U W

P7S_ WG

P7S_ WG INZ

S2eot_W10

ma poglebiong, podbudowang teoretycznie wiedze¢ w zakresie
fotoniki, wtym wiedze niezbedng do zrozumienia dzialania
systemOéw telekomunikacji optycznej oraz optycznego zapisu
I przetwarzania informacji, ma podstawowa wiedze w zakresie
algorytméw wykorzystywanych w aplikacjach shizacych do
modelowania uktadéw isystemoéw fotoniki, zna irozumie
zaawansowane metody numeryczne stosowane w projektowaniu
uktadoéw i systemow elektronicznych i fotonicznych

P7TU_W

P7S_WG

P7S_ WG INZ

S2eot_W11

ma poglebiona, podbudowang teoretycznie wiedz¢ w zakresie
fotoniki, wtym wiedz¢ niezb¢dng do zrozumienia dziatania
systemow telekomunikacji optycznej oraz optycznego zapisu
i przetwarzania informacji; ma uporzadkowang wiedzg
w zakresie  urzadzen  wchodzacych ~w  sklad  sieci
teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG_INZ
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S2eot_ W12

ma uporzadkowang 1 podbudowang teoretycznie wiedze
w zakresie fotowoltaiki, w tym wiedze niezbedng do
zrozumienia  fizycznych  podstaw  dzialania  elementow
fotowoltaicznych oraz projektowania i oceny jakosci systemow
fotowoltaicznych

P7U W

P7S_WG

P7S WG _INZ

UMIEJETNOSCI (U)

S2eot_UO01

potrafi pozyskiwac informacje z literatury, baz danych i innych
zrodel; potrafi integrowac uzyskane informacje, dokonywac ich
interpretacji i krytycznej oceny, a takze wycigga¢ wnioski oraz
formulowac 1 wyczerpujaco uzasadnia¢ opinie

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2eot_UQ02

potrafi pracowa¢ indywidualnie 1 w zespole; potrafi ocenié
czasochtonno§¢ zadania; potrafi kierowa¢ malym zespolem
W sposoOb zapewniajacy realizacje zadania w zalozonym terminie

P7S_UO

S2eot_UO03

potrafi opracowa¢ szczegdlowa dokumentacje wynikow
realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego;
potrafi przygotowa¢ opracowanie zawierajace omowienie tych
wynikow

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2eot_U0O4

potrafi przygotowac 1 przedstawi¢ prezentacje na temat realizacji
zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzi¢
dyskusje dotyczaca przedstawionej prezentacji

P7S_UK

S2eot_U05

poshuguje si¢ jezykiem angielskim w stopniu wystarczajacym do
porozumiewania si¢, rowniez w sprawach zawodowych,
czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a takze
przygotowania iwygloszenia krotkiej prezentacji na temat
realizacji zadania projektowego lub badawczego

P7S_UW
P7S_UK

S2eot_U06

potrafi wykorzysta¢ poznane metody i modele matematyczne
(w razie potrzeby odpowiednio je modyfikujac) do analizy
i projektowania elementow, ukladow 1 systemow
elektronicznych i fotonicznych

P7U_U

S2eot_UQ7

potrafi oceni¢ 1 poréwnaé rozwigzania projektowe oraz procesy
wytwarzania elementow 1 uktadow elektronicznych, ze wzgledu
na zadane kryteria uzytkowe 1 ekonomiczne (pobor mocy,
budzet termiczny, szybko$¢ dzialania, wiarygodnos¢,
czasochtonno$¢, koszt itp.)

P7S_UW

P7S_UW_INZ
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S2eot_UO08

potrafi zaplanowaé oraz przeprowadzi¢ symulacj¢ i pomiary
charakterystyk elektrycznych ioptycznych, a takze ekstrakcje
parametrow charakteryzujagcych materiaty, elementy oraz
analogowe i cyfrowe uklady elektroniczne

P7S_UW

P7S UW INZ

S2eot_UQ9

potrafi zaplanowaé proces testowania zlozonego ukladu
elektronicznego, a takze systemu elektronicznego lub
fotonicznego

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2eot_U10

potrafi projektowac elementy elektroniczne, analogowe, cyfrowe
i mieszane uklady elektroniczne (fotoniczne) oraz systemy
elektroniczne, uwzgledniajgc  zadane  kryteria  uzytkowe
i ekonomiczne, w razie potrzeby przystosowujgc istniejagce lub
opracowujagc nowe metody projektowania lub komputerowe
narzedzia wspomagania projektowania (CAD)

P7S_UW

P7S_ UW INZ

S2eot_Ull

potrafi  projektowa¢ uklady 1 systemy elektroniczne
przeznaczone do rdéznych zastosowan, w tym ukfady
elektroniczne i fotoniczne, monolityczne i hybrydowe

P7S_UW

P7S_UW_INZ

S2eot_U12

potrafi zastosowaé urzadzenia komunikacyjne w lokalnych
i rozlegtych sieciach teleinformatycznych, wtym w sieciach
swiattowodowych

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2eot_U13

potrafi formulowaé oraz wykorzystujac odpowiednie narze¢dzia
analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, testowaé hipotezy
zwigzane z modelowaniem 1 projektowaniem elementow,
uktadow 1systemow elektronicznych oraz projektowaniem
procesu ich wytwarzania

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2eot_Ul4

potrafi, przy formulowaniu i1 rozwigzywaniu zadan zwigzanych
z modelowaniem i projektowaniem elementéw, ukladdéw
i systemOw elektronicznych oraz projektowaniem procesu ich
wytwarzania, integrowa¢ wiedz¢ =z dziedziny elektroniki,
fotoniki, informatyki, automatyki, telekomunikacji iinnych
dyscyplin, stosujac podejscie systemowe, z uwzglednieniem
aspektéw pozatechnicznych

P7S_UW

P7S UW_INZ

S2eot_U15

potrafi, przy formulowaniu i rozwiazywaniu zadan zwigzanych
z modelowaniem i projektowaniem elementow, ukladow
I systemow elektronicznych oraz projektowaniem procesu ich
wytwarzania, integrowa¢ wiedze pochodzacg z r6znych Zrddet

P7S_UW
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S2eot_U16

potrafi oszacowa¢ koszty procesu projektowania i realizacji
uktadu lub systemu elektronicznego lub fotonicznego

P7S_UW

P7S UW INZ

S2eot_U17

potrafi zaproponowa¢ ulepszenia istniejacych rozwigzan
projektowych imodeli elementéw, ukladow i systemow
elektronicznych

P7S_UW

P7S UW INZ

S2eot_U18

potrafi oceni¢ przydatnos¢ i mozliwos¢ wykorzystania nowych
osiggnie¢  w zakresie = materialtow, elementow,  metod
projektowania 1  wytwarzania (w tym  technologii
mikroelektronicznych) do projektowania i wytwarzania uktadow
1 systemow elektronicznych, zawierajacych rozwigzania
0 charakterze innowacyjnym

P7S_UW

P7S UW INZ

S2eot_U19

potrafi zaprojektowaé zlozone urzadzenie, obiekt, system lub
proces oraz zrealizowac ten projekt (cho¢by w czesci), zwigzany
z zakresem studiowanego kierunku, stosujac wlasciwe metody
I narzgdzia, zardOwno istniejace jak i opracowane (nowe)

P7S_UW

P7S_UW_INZ

S2eot_U20

potrafi dobiera¢ 1 ocenia¢ elementy $wiatlowodowe
i optoelektroniczne stosowane do konstrukcji systemow fotoniki
I sieci $wiattowodowych; zna techniki pomiaréw $§wiattowodow,
sprzg¢gaczy $wiatlowodowych oraz mozliwosci ich zastosowania
w uktadach swiattowodowych

P7S_UW

KOMPETENCJE SPOLECZNE (K)

S2eot_KO01

potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposob kreatywny i przedsiebiorczy

P7S_KO

S2eot_K02

rozumie potrzebe cigglego uaktualniania wiedzy 1 uczenia si¢
przez cale zycie; potrafi przygotowaé¢ materiaty szkoleniowe
i prezentacje popularno-naukowe

P7S_KK

S2eot_KO03

potrafi mysle¢ proekologicznie, ma $wiadomo$¢ waznosci
irozumie pozatechniczne aspekty 1 skutki dziatalnosci
inzynierskiej, w tym jej wplywu na S$rodowisko, potrafi
projektowa¢ systemy wykorzystujace alternatywne zrodia
energli

P7S_KO

S2eot_K04

potrafi zaplanowac i opracowa¢ plan realizacji projektu, potrafi
wspoldziata¢ 1 pracowaé w grupie, przyjmujac w niej rdzne role

P7U_K

P7S_KR
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Zatacznik 111

Specjalnos¢ Electronics, Photonics, Microsystems

Odniesienie do ogolnych charakterystyk efektow

Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach

Symbol Opis efektow uczenia si¢ dla specjalnosci Uniwersalna . .
. . - . . szkolnictwa wyzszego (S)
specjalnosciowych Electronics, Photonics, Microsystems charakterystyka Charaktervstvki dia
efektow uczenia Po ukonczeniu kierunku studiow pierwszego | Charakterystyki araxterystyki dia
i _ ) o2 .| kwalifikacji na poziomie
si¢ absolwent: stopnia dla kwalifikacji e
S 7 PRK, umozliwiajacych
V) na poziomie 7 . o
uzyskanie kompetencji
PRK o
inzynierskich
WIEDZA (W)
ma poszerzong 1 poglebiong wiedz¢ w zakresie procesow
technologicznych  stosowanych ~w  szeroko  rozumianej
S2epm_WO01 mikroelektronice  cienkowarstwowej z  wykorzystaniem P7U W P7S_ WG
wiadomos$ci na temat zjawisk zachodzacych podczas
plazmowych procesow w atmosferze obnizonego cisnienia
ma poglebiong, podbudowang teoretycznie wiedzg w zakresie
S2epm W02 fotomk{, w tym w1efize; ”mezb(;dnq .do zrozumienia dmalama P7U W P7S_WG P7S WG INZ
systemOw telekomunikacji optyczne] oraz optycznego zapisu
i przetwarzania informacji
ma poglgbiong 1 wuporzadkowana wiedze w zakresie
S2epm W03 Wyquzystanla I projektowania sw1at%owodowych systemow P7U_ W P7S_WG P7S WG INZ
pomiarowych przydatnych we wspolczesnych dziedzinach - =
techniki
ma poszerzong , poglebiong 1 uporzadkowang wiedze w zakresie
fizyki ipodstaw chemii niezbedng do zrozumienia dziatania '
S2epm_WO04 systemOéw zasilajacych w mikrosystemach (zasada dziatania, P7U_W P7S_WG P7S WG _INZ

rozwigzania
eksploatacyjne)

technologiczno-konstrukcyjne, parametry
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S2epm_WO05

ma uporzagdkowang, podbudowang teoretycznie wiedze
zwigzang z konstrukcja, zasadami dziatania, wlasciwosciami
I zastosowaniem czujnikow fizycznych i chemicznych oraz
mikrosystemow wykonanych technologia grubowarstwowa
i LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic); zna Kkierunki
rozwoju mikrosystemow LTCC

P7S_WG

S2epm_WO06

ma podbudowang teoretycznie wiedze dotyczaca podstaw
fizykochemicznych, technologicznych, konstrukciji,
wytwarzania, dziatania 1 zastosowan mikrosystemow
analitycznych, mikroreaktoro6w, bio-chipéw i1 lab-on-chipow

P7S_WG

P7S WG _INZ

S2epm_WO07

ma poszerzong i poglebiong wiedz¢ w zakresie teoretycznych
i praktycznych aspektow zastosowania metod numerycznych do
modelowania i projektowania w dziedzinie mikrosystemow

P7TU_ W

P7S_WG

S2epm_WO08

ma poszerzong 1 poglebiong wiedze w zakresie fizyki,
obejmujaca podstawy fizyki kwantowej i fizyke ciata statego, w
tym wiedz¢ niezbedng do zrozumienia zjawisk fizycznych
majacych istotny wptyw na wilasciwosci nowyCh materiatlow
I dzialanie zaawansowanych elementéw fotonicznych

P7U W

P7S_ WG

S2epm_WO09

posiada wiedz¢ dotyczaca podstaw projektowania urzadzen
elektronicznych z zastosowaniem podzespotow
optoelektronicznych i §wiattowodowych, spehiajacych zadane
parametry wyjsciowe

P7TU_W

P7S_WG

S2epm_ W10

ma wiedz¢ o budowie 1 zasadach dzialania wspotczesnych
systemOw operacyjnych ze szczegdlnym uwzglednieniem
systemOw rodziny Linux oraz systemow wbudowanych; zna
zasady korzystania z niskopoziomowych funkcji systemowych
i programowania oraz konfiguracji systemow wbudowanych
przeznaczonych m.in. dla mikrokontrolerow

P7U_W

P7S_WG

S2epm W11

ma poglebiona, podbudowang teoretycznie wiedz¢ w zakresie
fotoniki, w tym wiedze niezbedng do zrozumienia dziatania
systemow telekomunikacji optycznej oraz optycznego zapisu
i przetwarzania informacji; ma uporzadkowang wiedzg
w zakresie  urzadzen  wchodzacych ~w  sklad  sieci
teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG_INZ
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S2epm_W12

zna zagadnienia dotyczace: podstawowych zjawisk optycznych
w ciele stalym, oddzialywania $wiatla zcialem stalym,
konstrukcji 1 technologii struktur przyrzadowych, inzynierii
przerwy energetycznej jak i struktury energetycznej na poziomie
podpasm energetycznych z dokladng kontrola wbudowanych
potencjatéw, technologii struktur kwantowych i sposobow
kontroli ich wlasciwosci energetycznych; zna parametry,
konstrukcje oraz sposoby dzialania pdtprzewodnikowych zrodet
Swiatta, wliczajac w to takie konstrukcje laserow jak VCSEL
czy QCL oraz lasery z wielowymiarowymi Kkrysztalami
fotonicznymi

P7TU_W

P7S_WG

P7S WG _INZ

S2epm_W13

ma uporzagdkowang, podbudowang teoretycznie wiedze ogdlng
i szczegotowa z  zakresu nauk $cistych itechnicznych
W obszarach wlasciwych dla studiowanego kierunku; zna
podstawowe zasady redakcji opracowania naukowego, pracy
dyplomowej

P7TU_ W

P7S_WG

P7S_ WG _INZ

S2epm_W14

posiada wiedz¢ w dziedzinie technologii montazu, testowania
ioceny jako$ci montazu podzespolow elektronicznych na
ptytkach obwodéw drukowanych; zna fizyke procesu lutowania,
technologie lutowania stosowane na skale przemystowa;
posiadawiedz¢ zwigzang z zasadami BHP procesu montazu
i demontazu

P7U W

P7S_ WG

P7S_ WG INZ

S2epm_W15

ma podbudowang teoretycznie wiedz¢ dotyczaca podstaw
fizyko-mechanicznych, technologicznych, konstrukcji,

wytwarzania, dziatania 1zastosowan mikrosysteméw typu
MEMS i MOEMS

P7U_W

P7S_WG

S2epm_W16

ma uporzadkowang 1 podbudowang teoretycznie wiedze
w zakresie fotowoltaiki, w tym wiedz¢ niezbedng do
zrozumienia  fizycznych  podstaw  dziatania  elementow
fotowoltaicznych oraz projektowania i oceny jakosci systemow
fotowoltaicznych

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG_INZ

UMIEJETNOSCI (U)

S2epm_U0O1

potrafi zaplanowa¢ proces technologiczny osadzania warstwy
cienkiej, w tym z wykorzystaniem proceséw zachodzacych
w wyladowaniach gazowych

P7U_U

P7S_UW

P7S_ UW_INZ
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S2epm_U02

potrafi  dobiera¢ i1 ocenia¢ elementy $§wiatlowodowe
I optoelektroniczne stosowane przy Konstrukcji  systemow
fotoniki 1 sieci $wiatlowodowych; zna techniki pomiaru
parametrow  $wiatlowodow, sprzegaczy $wiattowodowych
mozliwosci ich zastosowan w uktadach swiattowodowych

P7S_UW

S2epm_U03

potrafi zaplanowa¢ proces testowania zlozonego ukladu
elektronicznego, a takze systemu elektronicznego Iub
fotonicznego; potrafi  projektowa¢ uklady 1 systemy
elektroniczne przeznaczone do réznych zastosowan, w tym
uktady elektroniczne i1 fotoniczne, monolityczne 1 hybrydowe

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2epm_U04

potrafi poprawnie 1 efektywnie zastosowa¢ wiedz¢ z rownan
rozniczkowych 1 catkowych oraz procesow stochastycznych do
jakosciowe] 1 ilosciowe] analizy zagadnien matematycznych
powigzanych ze studiowang specjalnoscig

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2epm_U05

potrafi w zaleznos$ci od wymagan oraz dostgpnych rozwigzan
i parametrow  eksploatacyjnych ~ dobra¢ i zastosowaé
odpowiednie zrodlo zasilania mikrosystemu

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2epm_U06

potrafi ~ zaprojektowa¢  wybrane  czujniki, aktuatory
i mikrosystemy ceramiczne; potrafi opracowa¢ zalozenia
dotyczace konstrukcji wybranych przyrzadéw oraz opracowac
algorytm technologii wykonania struktury

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2epm_U07

potrafi opisaé, oceni¢ 1 poréwna¢ dziatanie mikrosystemow
analitycznych  gazowych i cieczowych; zna zasady
projektowania, wytwarzania, dzialania oraz zastosowania
mikrosystemow dla chemii i mikrochemii

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2epm_U08

potrafi wykorzysta¢ posiadang wiedz¢ do przeprowadzenia
badan elementow sktadowych mikrosystemoéw analitycznych
(zawordéw, dozownikow, mieszaczy, detektorow) oraz zna prace
kompletnych ~ wysoko  zaawansowanych  mikrosysteméw
analitycznych (np. zintegrowany chromatograf gazowy)

P7S_UW

P7S UW_INZ

S2epm_U09

potrafi planowa¢, bezpiecznie wykonywa¢ pomiary oraz
opracowywa¢ wyniki pomiaréw

P7S_UW

P7S_UW_INZ

S2epm_U10

potrafi ,przy formulowaniu i rozwigzywaniu zadan zwigzanych
z modelowaniem i projektowaniem mikrosystemow integrowac
wiedze pochodzacg z r6znych zrodet

P7S_UW
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S2epm_U11

potrafi opracowaé szczegotowa dokumentacje wynikow
realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego;
potrafi przygotowaé opracowanie zawierajace omowienie tych
wynikow

P7S_UK

S2epm_U12

potrafi opracowa¢ rozwigzanie uktadowe oraz dobra¢ zjawisko
fizyczne z zakresu optoelektroniki i techniki $§wiattowodowe;j
speliajgce postawione zadanie projektowe; potrafi zaplanowac
proces projektowania; potrafi wykona¢ schematy elektroniczne
urzadzenia, zaprojektowaé ptytki drukowane, zaprojektowac
obudowe 1 przeanalizowa¢ koszt wytworzenia projektowanego
urzadzenia

P7S_UW
P7S_UW

P7S_UW INZ

S2epm_U13

posiada umiejetnos¢ korzystania z niskopoziomowych funkcji
systemowych; potrafi programowac ikonfigurowaé systemy
whbudowane przeznaczone m.in. dla mikrokontroleréw

P7S_UW

S2epm_U14

potrafi pracowa¢ indywidualnie i w zespole; potrafi ocenié
czasochtonno$¢ zadania; potrafi kierowa¢ matym zespotem
W sposOb  zapewniajacy realizacje zadania w zalozonym
terminie; potrafi przygotowac 1 przedstawi¢ prezentacje na temat
realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz
poprowadzi¢ dyskusje¢ dotyczacg przedstawionej prezentacji;
poshuguje si¢ jezykiem angielskim w stopniu wystarczajacym do
porozumiewania si¢, rowniez w sprawach zawodowych,
czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a takze
przygotowania 1 wygloszenia krotkiej prezentacji na temat
realizacji zadania projektowego lub badawczego

P7U_U

P7S_UW
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UU

S2epm_U15

zna techniki 1 stanowiska pomiarowe umozliwiajace
charakteryzacje epitaksjalnych struktur przyrzadowych i potrafi
je wykorzysta¢ w praktyce; zna 1 potrafi zastosowac optyczne
metody spektroskopowe takie jak fotoluminescencja, fotoodbicie
czy elektroodbicie do charakteryzacji kwantowych wlasciwosci
struktur poélprzewodnikowych

P7S_UW

P7S_UW INZ

S2epm_U16

potrafi wdraza¢ przepisy dyrektyw WEEE oraz RoHS; potrafi
rozpoznawa¢ 1 eliminowa¢ wady montazu wymienione
w normach IPC

P7S_UW

P7S UW_INZ
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posiada umiejetno$¢ recznego lutowania przy uzyciu lutownic
oporowych i gazowych; potrafi prowadzi¢ proces lutowania

S2epm_U17 rozptywowego; potrafi przeprowadza¢ r¢gczny demontaz przy P7S_UW P7S_UW INZ
uzyciu profesjonalnej stacji serwisowej; potrafi dobierac
parametry procesu lutowania do uzywanych materialow
potrafi korzystajac z informacji literaturowych oraz na bazie
wynikow prac wlasnych, integrujac 1 interpretujac oraz P7S_UW
S2epm_U18 dokonujac krytycznej oceny przygotowaé pracg dyplomowa P7U_U P7S_UK
I przedstawi¢ prezentacje ustng dotyczaca zagadnien z zakresu P7S_UU
studiowanej specjalnosci
potrafi dokona¢ identyfikacji 1 sformulowac specyfikacje
zlozonych zadan inzynierskich (charakterystycznych dla
S2epm_U19 studiowanego kierunku studidow), w tym nietypowych, P7S_UW
uwzgledniajac ich aspekty pozatechniczne
potrafi rozwigzywa¢ zagadnienia z zakresu: obliczania
S2epm_U20 charakterystyk  niezawodno$ci,  obliczania  parametréw P7S UW P7S UW INZ
- Z wykorzystaniem danych pomiarowych, planowania sposobow - - =
testowania, planowania metod diagnostyki
KOMPETENCJE SPOLECZNE (K)
S2epm_KO1 pracuje samodzielnie i w zespole P7U K
cechuje go otwarto§¢ na nowe innowacyjne rozwigzania,
S2epm_KO02 konstrukcje iprocesy wytworcze stosowane w elektronice P7S_KK
i fotonice
S2epm_KO03 potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposob innowacyjny i przedsigbiorczy P7U_K P7S_KK
dostrzega  konieczno$¢ oceny funkcjonalnosci ukladow
optoelektronicznych w réznych dziedzinach zycia i potrafi P7S_KK
S2epm_K04 podja¢ skuteczne dziatania we wdrazaniu takich rozwigzan P7U_K P7S_KO
w praktyce
. ) . L. . g P7S_KK
S2epm_KO05 praw1di'owo' 1dentyﬁkuje? rozwigzuje 1 \fvdrjaza, ‘wsp01d21aiajalc P7S KO
- w grupie, wiedze do analizy zagadnien inzynierskich P7S KR
uwzglednia konieczno$¢ stosowania metod numerycznych
S2epm_KO06 W procesie projektowania struktur fotonicznych P7S_KK

i mikroelektronicznych
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potrafi odpowiednio okresli¢ priorytety stuzace realizacji
zadania okreslonego przez siebie i innych; potrafi bezpiecznie

S2epm_KO07 . . ; o P7U_K
wykonywa¢ pomiary oraz potrafi opracowywa¢ wyniki -
pomiarow
S2epm_KO8 ma $wiadomos¢ waznosei i rozumie konieczno$¢ wdrazanie P7U K P7S KK
W praktyce odnawialnych zrodet energii -
S2epm_K09 potrafi zaplanowac i opracowaé plan realizacji projektu, potrafi P7U K P7S_KR

wspoltdzialac 1 pracowaé w grupie, przyjmujac w niej rozne role
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Zal. nr 2 do Programu studiow
OPIS PROGRAMU STUDIOW
1. Opis ogolny

1.1 Liczba semestrow: 3 1.2 Catkowita liczba punktow ECTS konieczna do ukornczenia studiow na
danym poziomie: 90

1.3 £gczna liczba godzin zajec: 1.4 Wymagania wstepne (w szczegolnosci w przypadku studiow drugiego
dla studiow w j. polskim — 1080 stopnia):
dla studiéow w j. angielskim — 1110 Procedura, tryb i wymagania rekrutacyjne sq corocznie okreslane przez

Senat PWr. Informacje dotyczqce rekrutacji na studia znajdujg sie na
stronie internetowej Dziatu Rekrutacji PWr. Dodatkowym wymogiem
rekrutacji na studia Il stopnia jest ukonczenie przez kandydata kierunku
studiow z listy kierunkow pokrewnych. Lista ta jest publikowana na stronie
internetowej Dziafu Rekrutacji PWr.

1.5 Tytut zawodowy nadawany po zakonczeniu studiow: 1.6 Sylwetka absolwenta, mozliwosci zatrudnienia:
magister inZynier Absolwent potrafi z  wykorzystaniem nowoczesnych technologii
projektowaé i stosowaé elektroniczne uklady scalone — analogowe

i cyfrowe, lasery, swiattowody i ogniwa fotowoltaiczne. Umie projektowac
| eksploatowac sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne, wytwarzaé
i stosowa¢ mikro- 1 nanosystemy, tj. czujniki i mikroczujniki oraz
mikroroboty wykorzystywane w medycynie, przemysle farmaceutycznym,
motoryzacyjnym, lotnictwie oraz ochronie srodowiska i ochronie obiektow.
Absolwent ma pogtebiong wiedze umozliwiajgcq szybkie przystosowanie si¢
do dynamicznie zmieniajqcej si¢ rzeczywistosci informatycznej oraz
W zakresie nowych materiatow i nowych technologii. Oferowane w ramach
kierunku ,,elektronika i telekomunikacja”, specjalnosci (EOT, EMS, EPM)
dajg mozliwos¢ uniwersalnego przygotowania absolwentow kierunku
I obejmujq problematyke elektroniki, fotoniki, informatyki, optoelektroniki i
telekomunikacji, co stanowi o ich duzym atucie na wspotczesnym rynku
pracy. Konkretna wiedza praktyczna nabyta dzigki dostepowi do




nowoczesnego  sprzetu  komputerowego i Sieciowego oraz
oprogramowania, znajomos¢ jezykow obcych pozwalajq absolwentom na
podejmowanie studiow na III stopniu ksztatcenia w uczelniach krajowych
oraz w uczelniach na terenie Unii Europejskiej. Absolwent posiada
zarowno umiejetnosci  podejmowania  samodzielnych przedsiewzieé
inZynierskich, wuczestniczenia w pracy zespotowej, jak ikierowania
zespotami ludzkimi.

1.7 Mozliwos¢ kontynuacji studiow

Absolwent jest przygotowany do podjecia studiéw I11 stopnia

1.8 Wskazanie zwigzku z misjg Uczelni 1 strategiq jej rozwoju:

Zgodnie z misja Uczelni oraz ,Strategia Rozwoju Politechniki
Wroctawskiej 2016-2020” Politechnika Wroctawska jest uniwersytetem
technicznym, ktory jako autonomiczna uczelnia techniczna, uniwersytecka
instytucja badawcza, za swoje postannictwo uznaje ksztaltowanie
tworczych, krytycznych 1 tolerancyjnych osobowosci studentow i
doktorantéw oraz wytyczanie kierunkow rozwoju nauki i1 techniki.
Uczelnia, w stuzbie spoleczenstwu, realizuje swa misje poprzez: inwencje i
innowacje, najwyzsze standardy w badaniach naukowych, przekazywanie
wiedzy, wysoka jako$¢ ksztalcenia oraz swobode krytyki z poszanowaniem
prawdy. Wydzial Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki (WEMIiF) jest
jedna z jej jednostek, istotnych w realizacji i laczeniu wysokich
kompetencji teoretycznych, badawczych i eksperckich z kompetencjami
dydaktycznymi i1 wychowawczymi. Przyjeta na Wydziale koncepcja
ksztatcenia/model ksztalcenia, wypelnia zapisy dokumentéw uczelnianych
oraz Strategii Rozwoju Wydzialu Elektroniki Mikrosystemow 1 Fotoniki
(Uchwata nr 128/13/2012-2016) wyrazonej przez Plan Rozwoju Wydziatu
Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki oraz przez Cele Strategiczne
WEMIF wraz z miernikami stanu ich realizacji. Koncepcja ksztalcenia na
Wydziale uwzglednia okreslong przez MNiSW perspektywe rozwoju
szkolnictwa wyzszego w latach 2015-2030.




2. Opis szczegélowy
2.1  Calkowita liczba efektow uczenia si¢ w programie studiow dla specjalnoSci:
Mikrosystemy W (wiedza) = 37, U (umiejetnosci) = 44, K (kompetencje) = 23, W+ U + K =104
Optoelektronika i technika Swiattowodowa W (wiedza) = 25, U (umiejetnosci) =37, K (kompetencje) =16 W+ U+ K="78
Electronics, Photonics, Microsystems W (wiedza) = 29, U (umiejetnosci) = 37, K (kompetencje) =21 W + U + K= 87
2.2  Dlakierunku studiow przyporzadkowanego do wiecej niz jednej dyscypliny — liczba efektow uczenia sie przypisana do
dyscypliny: n/d
2.3  Dla kierunku studiow przyporzadkowanego do wie¢cej niz jednej dyscypliny — procentowy udzial liczby punktow ECTS dla
kazdej z dyscyplin: n/d
2.4 Dla kierunku studiow o profilu ogélnoakademickim — liczba punktow ECTS przypisana zajeciom zwigzanym z prowadzona
w Uczelni dzialalno$cia naukowa w dyscyplinie lub dyscyplinach, do ktorych przyporzadkowany jest kKierunek studiow (musi byé wieksza niz
50 % calkowitej liczhy punktow ECTS zp. 1.1) dla specjalnos$ci:
Mikrosystemy — 69 ECTS
Optoelektronika i technika Swiattowodowa — 70 ECTS
Electronics, Photonics, Microsystems — 78 ECTS

2.5  Zwiezla analiza zgodnoS$ci zakladanych efektow uczenia si¢ z potrzebami rynku pracy

Ksztalcac na studiach o profilu ogélnoakademickim swojg oferte Wydziat kieruje do absolwentéw studiéw I i II stopnia oraz innych grup zainteresowanych rozwojem i
podwyzszaniem kwalifikacji, zdobytych poza edukacjg formalng. Docelowo studia o tym profilu winny przygotowywaé profesjonalng kadrg¢ dla gospodarki i nauki, w
tym lider6w projektow, grup badawczych i zespoldw technicznych. Ksztatcenie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (EiT) jest wspotbiezne z ramami
strategicznymi na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Slaska w obszarze elektroniki i obszaréw pokrewnych oraz inteligentnych krajowych specjalizacji (KIS 8, 9,
111 13).

Zasoby wiedzy, umiej¢tnosci oraz kompetencji spotecznych studentdw/absolwentow kierunku EiT sg wynikiem przypisania efektow uczenia si¢ na okreslonym stopniu
studidow odnoszacych si¢ do realizowanych kurséw. Efekty uczenia si¢, okreslone dla kurséw kierunkowych oraz w zakresie danej specjalno$ci, odniesione sa do efektow
uczenia si¢ dla obszaru nauk inzynieryjno-technicznych. Winny one zapewni¢ studentom/absolwentom posiadanie poglebionej, uporzadkowanej i podbudowanej
teoretycznie wiedzy, stanowigcej zaawansowang wiedze ogolng z zakresu dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika, zawierajacej gtowne trendy rozwojowe
dyscypliny oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegotowej, dotyczacej m. in. wybranych faktow, obiektow i zjawisk oraz zwigzanych z nimi metod i teorii,
wyjasniajacych ztozone zalezno$ci migdzy nimi. Przyjete rozwigzanie dotyczace wzrostu kompetencji przy przejsciu na wyzszy poziom kwalifikacji, z jednoczesnym
zapewnieniem ,,otwartosci” studiow II stopnia, daje mozliwo$¢ przyswajania bardziej zaawansowanej wiedzy i umiej¢tnosci (przy okreslonych kompetencjach
spotecznych) w wezszym zakresie tematycznym. Potencjalni, przyszli pracodawcy w regionie sg informowani o poziomie wiedzy, umiejetnosciach i kompetencjach
spolecznych osigganych przez studentow/absolwentdw poprzez przedstawicieli przemyshu, wchodzacych w sktad Konwentu Wydziatu i majacych wplyw na zakres
okreslanych efektow uczenia sig.

Zdobyta wiedza podstawowa jak i wiedza szczegdtowa dotyczaca dziedziny winna by¢ na tyle szeroka, by student/absolwent kierunku mégt samodzielnie oraz w ramach
ustawicznego ksztalcenia dostosowywac swoje kompetencje do zmieniajacych si¢ warunkow i wyzwan jakie stana przed nim w czasie kilkudziesigcioletniej kariery
zawodowe;j. Takie oczekiwania majg pracodawcy wdrazajacy nowoczesng organizacj¢ pracy i innowacyjne technologie w swoich firmach. Przypisane kursom efekty,
osiggane podczas procesu ksztalcenia, zapewnia, zgodnie z oczekiwaniami przysztych pracodawcow posiadanie przez absolwenta wiedzy o trendach rozwojowych oraz



nowych, wdrozonych w ostatnim czasie osiggnig¢ciach nie tylko w obszarze elektroniki i telekomunikacji, optoelektroniki, fotoniki, informatyki, ale tez w dziedzinach
takich jak m. in. medycyna czy ochrona srodowiska.

Zaktadanym efektem, osigganym w procesie ksztalcenia, dotyczacym wiedzy, jest posiadanie przez absolwenta zaawansowanej wiedzy dotyczacej transferu technologii
oraz wiedzy zwigzanej z zarzadzaniem (w tym zarzadzaniem jako$cig) oraz prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej. Efektem ksztalcenia winna by¢ ponadto wiedza
ogo6lna, uwzgledniana w praktyce inzynierskiej, niezb¢dna do rozumienia spotecznych, ekonomicznych, prawnych oraz innych, pozatechnicznych, uwarunkowan dziatan
inzynierskich. Efekty takie osiaggane sa przez realizacj¢ kursow ogolnouczelnianych. Taka wiedza umozliwi absolwentowi zrozumie¢ realia odnoszace si¢ do organizacji
proceséw produkcyjnych oraz uwarunkowan, w jakich sa one prowadzone. Pozwoli mu to ponadto na uwzglednianie tego rodzaju uwarunkowan w pracy indywidualnej
oraz pracy zespolowej, jaka w wyniku osiagniecia efektow jest w stanie odpowiedzialnie podja¢. Tego rodzaju zasobu wiedzy od absolwenta szkoty wyzszej oczekuje
wspolczesny rynek pracy. Zawarte w kartach przedmiotow kursow, realizowanych na kierunku, efekty uczenia si¢ zapewniaja ponadto osiagnigcie przez absolwenta
umiejetnosci integrowania wiedzy réznych dziedzin i dyscyplin ze stosowaniem podejscia systemowego przy formowaniu i rozwigzy waniu zadan inzynierskich. Rynek
pracy oczekuje, ze osiagnigte w procesie ksztalcenia efekty zapewnia przygotowanie absolwenta do pracy w $rodowisku przemystowym ze znajomoscig przez niego
zasad bezpieczenstwa zwiazanych z praca, a w szczegdlnosci z pracg na okreslonym stanowisku/urzadzeniu. W tym wzgledzie istotne sa tu efekty osiagane przy
realizacjach kurséw typu laboratoryjnego. Student/absolwent powinien widzie¢ potrzebe ulepszania i usprawniania procesu produkcji, czy tez istniejagcych na stanowisku
pracy istniejacych rozwigzan technicznych. Po osiagnigciu efektéw uczenia si¢ powinien on potrafi¢, uwzgledniajac aspekty pozatechniczne, zgodnie z zadana
specyfikacja, zaprojektowac oraz wykonaé (przy uzyciu wtasciwych metod, technik i narz¢dzi) ztozone urzadzenie, system lub proces.

Majac zatem na uwadze, ze zadaniem zakladanych i osigganych na kierunku ksztalcenia efektow uczenia si¢ jest sprostanie, w jak najwigkszym stopniu oczekiwaniom
przedsigbiorcow zatrudniajacych naszych absolwentow, istotnym elementem oceny jakos$ci procesu ksztalcenia sg prowadzone w czasie kazdego semestru hospitacje oraz
ankiety wydzialowe skierowane do studentdéw oraz absolwentow. Weryfikacja zgodnosci zaktadanych efektow uczenia si¢ z oczekiwaniami i potrzebami rynku nastepuje
rowniez podczas licznych kontaktéw naszych absolwentéw z pracownikami Wydziatu.

2.6. Laczna liczba punktow ECTS, ktéra student musi uzyska¢ na zajeciach wymagajacych bezposredniego udzialu nauczycieli
akademickich lub innych os6b prowadzacych zajecia i studentow (wpisa¢ sume punktow ECTS dla kursow/ grup kurséw oznaczonych
kodem BK?) dla specjalnosci:

Mikrosystemy — 59,7 ECTS

Optoelektronika i technika §wiattowodowa — 60,1 ECTS

Electronics, Photonics, Microsystems — 59,7 ECTS

2.7. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyskaé¢ w ramach zaje¢¢ z zakresu nauk podstawowych

Liczba punktow ECTS z przedmiotow 5
obowigzkowych

Liczba punktow ECTS z przedmiotow 0
wybieralnych

Laczna liczba punktow ECTS 6




2.8. Y.aczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zaje¢¢ o charakterze praktycznym, w tym zajeé
laboratoryjnych i projektowych (wpisa¢ sume punktéw ECTS kurséw/grup kurséw oznaczonych kodem P)

Liczba punktow ECTS z przedmiotow

obowigzkowych 12
Liczba punktow ECTS z przedmiotow dla studiow w j. polskim — 45
wybieralnych dla studiow w j. angielskim — 42

dla studiéw w j. polskim — 57

Laczna liczba punktow ECTS dla studiow w j. angielskim — 54

2.9.  Minimalna liczba punktéw ECTS , ktora student musi uzyska¢, realizujac bloki ksztalcenia oferowane na zajeciach
ogélnouczelnianych lub na innym Kierunku studiow (wpisa¢ sume punktow ECTS kursow/grup kurséw oznaczonych kodem O)
9 punktéw ECTS

2.10. Laczna liczba punktéw ECTS, ktora student moze uzyskaé, realizujac bloki wybieralne (min. 30 % calkowitej liczby punktéw
ECTS) dla:

studiow w j. polskim — 65 punktéow ECTS

studiow w j. angielskim — 62 punkty ECTS

3. Opis procesu prowadzacego do uzyskania efektow uczenia sie:

Studenci kierunku uzyskuja/osiggajg zakladane efekty uczenia si¢ przede wszystkim podczas zaje¢ zorganizowanych przez uczelni¢ w ramach
prowadzonego procesu ksztalcenia. Efekty uczenia si¢ przypisane do kategorii ,,wiedza”, w tym treSci ksztalcenia z nimi zwigzane,
przekazywane sg podczas wyktadéw oraz zaje¢ audytoryjno-seminaryjnych. Efekty obejmujace umiejgtnosci, kompetencje spoteczne oraz
inzynierskie osiggane sa na zajeciach o charakterze praktycznym, przy bezposrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi, prowadzonych
w formie ¢wiczen, laboratoriow badz zaje¢ projektowych.

Realizowana przez studentow praca dyplomowa, obejmujaca ztozone problemy inzynierskie oraz zagadnienia pomiarowo-badawcze,
umozliwia studentowi utrwalenie uzyskanych efektow uczenia sig. W procesie ksztalcenia studenci realizujg zajecia w nowoczesnych
laboratoriach technologiczno-badawczych Wydziatu. Zajecia te powigzane sg z prowadzonymi na Wydziale projektami badawczymi,
dotyczacymi nowych i aktualnych obszaréw badawczych, dzieki czemu studenci zdobywaja doswiadczenie badawcze 1 maja mozliwos¢
wspotuczestniczenia w badaniach naukowych.

Studenci majg mozliwos¢ korzystania z dodatkowych, nieobowigzkowych form ksztalcenia, ktore sprzyjaja osigganiu efektow uczenia si¢
poprzez uczestnictwo w konsultacjach merytorycznych, konsultacjach laboratoryjnych, kursach wyréwnawczych oraz dodatkowych zajeciach



wspotorganizowanych przez Wydziat z branzowymi firmami zewnetrznymi (np. w ramach programu LabVIEW Academy badz IQRF Smart
School).

Osiaganie zakladanych efektow uczenia si¢ przez studentow jest weryfikowane na biezaco poprzez systematyczng ocen¢ prowadzong
W postaci: kartkowek, odpowiedzi ustnych, sprawozdan, protokotow laboratoryjnych, projektow badz prezentacji multimedialnych. Na

wyktadach osiggnigcie zakladanych efektow uczenia si¢, obejmujacych szerszy zakres tresci ksztalcenia, weryfikowane jest przez
kolokwia/egzaminy czastkowe badz koncowe.



4. Lista blokow zajeé:

4.1 Lista blokow zaje¢ obowiazkowych:
4.1.1 Lista blokéw ksztalcenia ogélnego

4.1.1.1a Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie dla studiéw w j. polskim (2 pkt. ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/orupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma S',DO;. grup
Lp. kursu/ kursow efektu o Z‘:&Spl;/ i(:lji- ogélno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢| 1| p|s| Ucemasie | zzy | CNPS | faczna Z;fflc kurséw | czenia Ulczelzt %ﬁiﬁl;t rodzaj® | typ’
niany cznym®
K2eit_K09
1. FLH121521W | Filozofia nauki i techniki 1 K2eit_K10 15 60 2 1,2 T 4 (6] KO Ob
K2eit K12
Razem 1]0[{0]0]0O 15 60 2 1.2
4.1.1.1b Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie dla studiow w j. angielskim (5 pkt. ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin | symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo; grup
Lp. kursu/ kursow efektu ] I;Lr‘;i)l;/ izllji ogélno- 0
. . ia si : - harakt.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wle|l|p]|s]| vezemase | zzy | CNPS | taczna T;:flc Kursow | czenia uczel:1 cprZEy_ rodzaj® typ’
niany’ cznym®
K2eit_K09
1. FLD129580W | Philosophy of Science and Technology 1 K2eit_K10 15 60 2 1,2 T z (e} KO Ob
K2eit K12
K2eit_W10
K2eit W11
K2eit W12
2. ZMZ000134W | Contemporary Management 2 K2eit_U10 30 90 3 1,8 T z (e} KO Ob
K2eit_K05
K2eit_K08
K2eit_K11
Razem 3/0]0]J0]O0 45 150 5 3

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.1.1.2 Blok Jezyki obce (0 pkt ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo; grup
Lp. kursu/ kursow efektu - ZL:L%L;// izﬁ_ ogolno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wl¢|1|p]|s| uezemasic | 77y | CNPS | faczna Zg:ff kursow | czenia | uczel- Cphriﬁ';,t_' rodzaj® | typ’
niany4 cznym®
Razem
4.1.1.3 Blok Zajecia sportowe (0 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | SpPo; grup
Lp. kursu/ kursow efektu o E%ZL;/ i?ﬁ- ogélno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wle| 1| p|s]| veemiasic | zzy | oNPS | taema | | kursow | czenia | Uezek Tty | rodza® | typ!
niany4 cznym®
Razem
4.1.1.4 Technologie informacyjne (0 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma S'?o; srup
Lp. kursu/ kurséw efektu » I;Lrjl:;li,/ ;le)i_ ogblno- 0
grupy kursow oznaczyé symbolem GK) wle e [s | R 220 | oNes | lema | R | amsow | czenia | U2k | GRS | rodzal® |y’
niany cznym5
Razem

Razem dla blokéw ksztalcenia ogolnego dla studiow w j. polskim

taczna taczna Laczna . .
. . liczba liczba liczha | Lic7bapunkiow
Laczna liczba godzin - - X ECTS zajec¢
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
1/10/]0]0]O0 15 60 2 1,2

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



Razem dla blokow ksztalcenia ogolnego dla studiow w j. angielskim

taczna taczna taczna . X
. . liczba liczba liczba Liczba punktf)w
Laczna liczba godzin - - ) ECTS zajeé
godzin godzin punktow BK!
ZzZU CNPS ECTS
w ¢ | p s
3/]0/]0]0|0 45 150 5 3

4.1.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych
4.1.2.1a Blok Matematyka dla studiow w j. polskim (4 pkt. ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | SO grup
Lp. kursu/ kursow efektu o I;Lr‘;;l;// i?ﬁ- ogélno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wie|1|p|s|uezniasic | 72y | cNPS | taema | TG | kursow | czenia uczel- o | rodzal® | typ!
niany’ cznym®
1. MAT001437W | Matematyka 2 K2eit_W06 30 60 2 1,2 T 0 PD Ob
K2eit_U06
2. | MAT001437C | Matematyka 2 kst ko2 | 30 60 2 14 T o) P PD Ob
Razem 2]2]0]0]0 60 | 120 4 26
4.1.2.1b Blok Matematyka dla studiow w j. angielskim (4 pkt. ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin | symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | SO grup
Lp. kursu/ kursow efektu - Ig(]Lrjl:i)uy/ izllji— ogdlno- o
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wie|1|p|s|uezniasic | zzy | cNPS | tema | TG | kursow | czenia uczel- e | rodzal® | typ!
niany cznym®
1. MATO001449W | Mathematics 2 K2eit_W06 30 60 2 1,2 T 0 PD Ob
: K2eit_U06
2. | MAT001449C | Mathematics 2 kosit ko2 | 30 60 2 14 T o) P PD Ob
Razem 22]0]0]0 60 | 120 4 26

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.1.2.2a Blok Fizyka dla studiéw w j. polskim (2 pkt. ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin | symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo; grup
Lp. kursu/ kursow efektu - ZL:L%L;// izﬁ_ ogolno- 0
grupy Kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlel|l|p]|s| wezemase | 77y | CNPS | taczna Z;:flc kursow | czenia uczel; cpt::ﬁl;t rodzaj® typ’
niany cznym®
1. | ETD008078W | Elcktronika ciata statego 2 ﬁzzzlit[\ggzz 30 60 2 12 T z PD ob
Razem 2[0]0]0]0 30 60 2 12
4.1.2.2b Blok Fizyka dla studiow w j. angielskim (2 pkt. ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (gru liczba godzin | symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | SPO- grup
grupy grupe V! Kursu/ b3
Lp. kursu/ kursow efektu - g‘r’;:/ i‘;"_ ogdlno- 0
grupy kurséw oznaczy¢ symbolem GK) wle|l|p]|s]| vezemase | zzy | CNPS | taczna T::flc kursow | czenia | uczel- %ﬁzlﬁbt rodzaj® typ’
niany* cznym®
. . K2eit_W02
1. ETD008084W | Solid State Electronics 2 K2eit_U02 30 60 2 1,2 T z PD Ob.
Razem 2[0Jo0J0]o0 30 60 2 12
4.1.2.3 Blok Chemia (0 pkt. ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma S’,)Oé grup
Lp. kursu/ kurséw efektu » I;L:;i)lil/ i(:lji— ogblno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w ¢ |1 |p]|s| uezemasie | 77y | CNPS | Igezna ngf kursow | czenia uczeli Cph,i[ﬁ';,t rodzaj® | typ’
niany cznym®
Razem

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.1.2.4 Blok Informatyka (0 pkt. ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma S',DO?: grup
Lp. kursu/ kurséw efektu - E%Spl;/ igﬁ_ ogolno- °
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w|é¢|I|p]|s| vezeMmasie | zzy | CNPS | taczna Z;:flc kurséw | czenia u.czell %?Zﬁl;t rodzaj® typ’
niany cznym®
Razem
Razem dla blokéw z zakresu nauk podstawowych:
L_qczna L_qczna L_qczna Liczba punktow
Laczna liczba eodzin liczba liczba liczba ECTS zaicd
aczna ficzba go godzin godzin punktéw BKlaJQC
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p s
41210]0|0 90 180 6 3,8
4.1.3 Lista blokéw kierunkowych
4.1.3.1a Blok Przedmioty obowigzkowe kierunkowe dla studiow w j. polskim
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma S’,)Oé grup
Lp. kursu/ kurséw efektu » I;L:;i)lil/ i(:lji— ogblno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlell|p]|s| wezemasg | 77y | CNPS | taczna nglc kurséw | czenia | uczel- %r::ﬁl;t_' rodzaj® typ’
niany4 cznym®
1. ETD008075W | Metody statystyczne w EMF 1 K2eit_W05 15 30 1 0,6 T K Ob
K2eit_U05
2. ETD008075C Metody statystyczne w EMF 1 K2eit K02 15 60 2 1,4 T P K Ob
K2eit_W04
3. ETD008076W | Metody numeryczne 1 K2eit_KO7 15 30 1 0,6 T z K Ob
K2eit_U04
4. ETD008076L Metody numeryczne 1 K2eit_KO04 15 60 2 14 T z P K Ob
K2eit_K07
5. ETDO008077W | Metody optymalizacji 1 K2eit_ W03 15 30 1 0,6 T Z K Ob
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 11

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



K2eit_U03

6. ETD008077C Metody optymalizacji 1 K2eit_U11 15 60 2 14 T z P K Ob
K2eit_KO03
- K2eit W01

7. ETD008079W | Nanotechnologia 1 K2eit W09 15 30 1 0,6 T Z K Ob
K2eit_U01

8. ETDO008079S Nanotechnologia 2 | K2eit_U15 30 60 2 1,4 T 4 P K Ob
K2eit K01
K2eit_W08

9. ETD008086W | Czujniki i aktuatory 1 K2eit_W13 15 60 2 1,2 T 4 K Ob
K2eit_U08

10. ETDO009077W | Diagnostyka i niezawodno$¢ 1 K2eit_WO07 15 30 1 0,6 T K Ob
. . . K2eit_U07

11. ETDO009077P Diagnostyka i niezawodnos¢ 1 K2eit_KO06 15 60 2 14 T P K Ob

Razem 6 |[2|1]1]2 180 510 17 11,2
4.1.3.1b Blok Przedmioty obowigzkowe kierunkowe dla studiow w j. angielskim
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPO; grup
Lp. kursu/ kurséw efektu . I;L:Lrj;l;// izllji ogélno- 0
; . 0 Qi - harakt.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wléll|p]|s| wezemase | 77y | CNPS | taczna ZBa:flc kurséw | czenia uczel:1 cprZEy_ rodzaj® typ’
niany cznym®

1. ETD008081W | Statistics for EPM 1 K2eit_W05 15 30 1 0,6 T K Ob
- K2eit_U05

2. ETDO008081C Statistics for EPM 1 K2eit K02 15 60 2 1,4 T P K Ob

3. | ETD008082W | Numerical Methods 1 K2eit WO4 | g 30 1 0,6 T z K ob
K2eit_KO07
K2eit_U04

4. ETD008082L Numerical Methods 1 K2eit_KO04 15 60 2 14 T z P K Ob
K2eit_K07

5. ETD008083W | Optimization Methods 1 K2eit_W03 15 30 1 0,6 T Z K Ob
K2eit_U03

6. ETDO008083C Optimization Methods 1 K2eit_U11 15 60 2 1,4 T z P K Ob
K2eit_K03
K2eit_ W01

7. ETD008085W | Nanotechnology 1 K2eit W09 15 30 1 0,6 T 4 K Ob
K2eit_U01

8. ETDO008085S Nanotechnology 2 | K2eit_U15 30 60 2 14 T 4 P K Ob
K2eit_KO01

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 12

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



K2eit W08
9. ETDO009588W | Sensors and Actuators 1 K2eit_W13 15 60 2 1,2 T Z K Ob
K2eit_U08
10. ETD009079W | Diagnostics and Reliability 1 K2eit_WO07 15 30 1 0,6 T K Ob
11. ETDO009079P Diagnostics and Reliability 1 gg:i—igé 15 60 2 1,4 T P K Ob
Razem 6 |2]1]1]2 B 180 510 17 11,2
Razem (dla blokéw kierunkowych dla studiow w j. polskim):
L.qczna L.qczna L.qczna Liczba punktéw
. . liczba liczba liczba -
Laczna liczba godzin ] - X ECTS zajgc
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
6 (2112 180 510 17 11,2
Razem (dla blokow kierunkowych dla studiow w j. angielskim):
L_qczna L_qczna L_qczna Liczba punktow
Laczna liczba godzin liczba liczba liczba ECTS zajec
4 & godzin godzin punktéw BK: Ie
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p s
6 (2112 180 510 17 11,2
4.2 Lista blokow wybieralnych
4.2.1 Lista blokéw ksztalcenia ogélnego
4.2.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie dla studiow w j. polskim (3 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPos' grup
Lp. kursu/ kursow efektu . I;Lr’l:?y/ i‘;ﬁ ogolno- | _
. . s - t.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé|l]|p]|s | vezemasie | 77y | CNPS | taczna nglc kurséw | czenia UCZQ'; cp,ZLiy_ rodzaj® typ’
niany’ cznym®
MCMO023001BK | Zarzadzanie i logistyka
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 13

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



K2eit_W10
K2eit_W11
K2eit_W12
1. | MCM023002W | Zarzadzanie malg firma 2 K2eit_U10 | 30 90 3 18 T z KO w
K2eit_K05
K2eit_K08
K2eit_K11
K2eit_W10
K2eit_W11
K2eit_W12
2. MCMO023002W | Zarzadzanie przedsigwzigciem 2 K2eit_U10 30 90 3 1,8 T 4 KO W
K2eit_K05
K2eit_K08
K2eit_K11
Razem 2]ofofo]o 30 90 3 18
4.2.1.2a Blok Jezyki obce dla studiow w j. polskim (3 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin | symbol godzin pkt. ECTS | Forma SF’E; grup
Lp. kursu/ kursow efektu ] ';‘r’l:;‘i// ;Z" ogdlno- 0
. . o i : - harak.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w¢|1|p]|s| UMaSe | 77y | CNPS | faczna ZBa:flc kursow | czenia | UC zel; cprilriy— rodzej°® typ’
niany cznym®
1. | JZL100709BK | Jezyk obcy B2+ 1 K2eit_U17 | 15 30 1 0,7 T z 0 P KO W
2. | JZL100710BK | Jezyk obcy A1/A2 3 K2eit_ U17 | 45 60 2 14 T Z 0 P KO w
Razem 0]4]0]0]0O 60 90 3 2,1
4.2.1.2b Blok Jezyki obce dla studiow w j. angielskim (3 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | S grup
Lp. kursu/ kursow efektu . ';‘r‘;;‘;/ i‘;‘l’i ogdlno- o
. . in i : - harak.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé|l|p]|s| vezemasie | 77y | CNPS | faczna ZBa:ff kursow | czenia u.czeI; CprZLaty_ rodzaj® typ’
niany’ cznym®
1. JZL100709BK | Foreign Language 2B+ 1 K2eit_U17 15 30 1 0,7 T z o P KO w
2. | JZL100710BK | Foreign Language AL/A2 3 K2eit_U17 | 45 60 2 14 T z 0 P KO w
Razem 0j]4]0]0]0O 60 90 3 2,1

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy
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4.2.1.3 Blok Zajecia sportowe (0 pkt ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma 5'?03' grup
Lp. kursu/ kursow efektu - ZL:L%L;// izﬁ_ ogolno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wl|¢|1]|p]|s| ucxemasie | zzy | CNPS | Iaczna Zg:flc kursow | czenia | uczel- ;*12{35‘ rodzaj® typ’
niany4 cznym®
Razem
4.2.1.4 Technologie informacyjne (0 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba Kurs/ Kursé
Kod liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | SPo- UIS/grupa Kursow
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw efektu - kursu/ $6b° - 5
) grupy oznaczy¢ symbolem GK) ' uczenia Zaicé grupy zali- 0g0Imo- |\ okt _
kursdéw wl|c¢|l|p]|s sie y#4V) CNPS faczna Bifl kursdw | czenia uczel; prakty- rodzaj® typ’
niany’ cznym®
Razem

Razem dla blokéw ksztalcenia ogélnego dla studiéw w j. polskim:

Laczna Laczna Laczna . ,
. . liczba liczba liczba Liczba punktf)w
Laczna liczba godzin . - X ECTS zajec
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p s
2141000 90 180 6 3,9

Razem dla blokéw ksztalcenia ogblnego dla studiow w j. angielskim:

L.qczna L.qczna L.qczna Liczba punkt()w
. . liczba liczba liczba o
Laczna liczba godzin B - y ECTS zajec
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
0 0,010 60 90 3 2,1

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



4.2.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych
4.2.2.1 Blok Matematyka (0 pkt ECTS):

J Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Ko , , liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grup)q kursow efektu kursu/ s6b o~ 5
' grupy oznaczy¢ symbolem GK ) uczenia zajeé grupy zali- " | charakt. )
kursow wice|l|pl|s si¢ ZZU | CNPS | faczna | o1 | kurséw | czenia queI; prakty- | rodzaj® | typ’
niany’ cznym®
Razem
4.2.2.2 Blok Fizyka (0 pkt ECTS):
J Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
kKO , , liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
Lp ursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grup)f; kurséw efektu kursu/ s6b ogomo 5
’ grupy oznaczy¢ symbolem GK ) uczenia zajeé grupy zali- " | charakt. )
kursow wie|l|p]|s si¢ ZZU | CNPS | Igczna B:fl kursow | czenia u.czeI; prakty- | rodzaj® typ’
niany cznym®
Razem
4.2.2.3 Blok Chemia (0 pkt ECTS):
J Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Ko , , liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw efektu kursu/ s6b » 5
) grupy oznaczy¢ symbolem GK) ] uczenia zaied grupy zali- | 08010~ | Akt _
Kurséw wi|c|l|p]|s si¢ y#4V) CNPS laczna B:fl kurséw | czenia U_Czetf prakty- rodzaj® typ’
niany’ cznym®

Razem

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.2.3 Lista blokéw kierunkowych
4.2.3.1 Blok Przedmioty wybieralne kierunkowe (0 pkt ECTS):

Razem dla blokéw z zakresu nauk podstawowych:

Laczna liczba godzin

taczna taczna
liczba liczba
godzin godzin
y#40) CNPS

taczna

liczba
punktéw

ECTS

Liczba punktow
ECTS zajeé
BK!

] Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna Kursow
Ko , .| liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | SO grup
kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Kkursu/ sob
L. grupy oznaczy¢ symbOIemgGé))f; efektu ) aupy | zali ogdlno- 0
ia si ¢ - harak.
LUrSow wléel|1|p]|s| vezeniasic | 77y | cNPS | taezna ;a:flc kursow | czenia u.czel:1 i)ri[gy- rodzaj® typ
niany cznym®
Razem
Razem dla blokéw kierunkowych:
Laczna Laczna Laczna . .
L liczba eodzi liczba liczba liczba LlCEZé).?gunkt(,)w
aczna iezba godzin godzin godzin | punktow B
ZZU CNPS ECTS

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy
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4.2.4 Lista blokéw specjalnosciowych

4.2.4.1 Blok Przedmioty specjalnosciowe (Mikrosystem) (59 pkt ECTS):

Lp.

Kod
kursu/
grupy kursow

Nazwa kursu/grupy kursow (grupe
kursow
oznaczy¢ symbolem GK)

Tygodniowa
liczba godzin

wilc|l|p]s

Symbol
efektu
uczenia si¢

Liczba
godzin

Liczba
pkt. ECTS

ZZU | CNPS

zajec

k
jczna BK!

Forma?

kursu/
grupy

kurséw

Spo-

s6b°

zali-
czenia

Kurs/grupa kursow

ogodlno-
uczel-

A
niany

0
charakt.
prakty-
cznym5

rodzaj6

typ

ETD008270W

Programowalne uktady logiczne

S2ems_W04

15 30

1 0,6

T

z

ETD008270P

Programowalne uktady logiczne

S2ems_U04

15 60

2 14

T

z

P

2|z

ETD008271W

Modelowanie mikrosystemoéw

S2ems_W02
S2ems_W05
S2ems_WO07
S2ems_W08
S2ems_W10

15 30

1 0,6

ETD008271L

Modelowanie mikrosystemow

S2ems_U02
S2ems_UO07
S2ems_U08
S2ems_U10
S2ems_K02
S2ems_KO03

30 60

ETD008274W

Autonomiczne systemy zasilajace

K2eit_W11
S2ems_W11
S2ems U1l

30 60

ETD008276W

Techniki prézniowe i plazmowe

S2ems_WO01

30 30

ETD009280W

Metody diagnostyczne

S2ems_W15
S2ems_W09
S2ems_W19

45 90

3 18

ETD009280C

Metody diagnostyczne

S2ems_U18
S2ems_U19
S2ems_KO09

30 90

3 2,1

ETD009281W

Mikrosystemy analityczne

S2ems_W14

15 30

1 0,6

10.

ETD9009281L

Mikrosystemy analityczne

S2ems_U15
S2ems_U16
S2ems_KO01
S2ems_K09

15 60

11.

ETD009282W

Mikrosystemy ceramiczne

S2ems_W13

30 60

12.

ETD009282P

Mikrosystemy ceramiczne

S2ems_U13
S2ems_U14
S2ems_U20
S2ems_K08

15 60

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy
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S2ems_W16
13. ETDO009290W | Sensory 3 S2ems_W18 45 60 2 1,2
S2ems_W20

S2ems_U05
S2ems_U06
14. ETD009290L Sensory 2 S2ems_U20 30 60 2 14
S2ems_U23
S2ems_KO08

15. ETD009291W | Systemy operacyjne 1 S2ems_W17 15 30 1 0,6

. S2ems_U21
16. ETD009291L Systemy operacyjne 1 S2ems K01 15 60 2 1,4

Zastosowanie analogowych i cyfrowych

17 ETD009292W uktadoéw scalonych

1 S2ems_W03 15 30 1 0,6

S2ems_U03
2 S2ems_U22 30 60 2 14
S2ems_KO01

Zastosowanie analogowych i cyfrowych

18. ETD009292P uktadow scalonych

K2eit_WO01-
K2eit_W12,
S2ems_W06
S2ems_W12
K2eit_U01-
K2eit_U16,
S2ems_UO01
S2ems_U12
S2ems_U26
S2ems_Ko04
S2ems_K10
S2ems_K11

19. ETD009283S Postepy elektroniki i mikrosystemow 2 30 60 2 1,4

S2ems_W22

20. ETD009293W | Elektronika polimerowa i molekularna 2 S2ems_U25

30 60 2 12

K2eit_WO01-
K2eit_W12,
S2ems_WoO01-
S2ems_W24
K2eit_U01-
21. ETD009286S Seminarium dyplomowe 2 | K2eit_U186, 30 90 3 2,1
S2ems_U01-
S2ems_U27
S2ems_KO01
S2ems_KO03
S2ems_KO06

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




K2eit_WO01-

K2eit W12
K2eit_U01-
K2eit_U16
K2eit_KO01-
. K2eit_K12
22. ETD009287D Praca dyplomowa magisterska 12 S2ems W21 180 600 20 14 T z P S w
S2ems_W23
S2ems_U24
S2ems_KO01
S2ems_KO05
S2ems_KO07
Razem 192 ]6(16|4 705 1770 59 39,6
4.2.4.2 Blok Przedmioty specjalnosciowe (Optoelektronika i technika swiattowodowa) (59 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPO; grup
Lp. kursu/ kursow efektu o I;L:Lrl;li,/ ;leji_ ogolno- 0
grupy Kursow oznaczy¢ symbolem GK) wléll|p]|s| wezemase | 77y | CNPS | taczna ZBa:flc kursow | czenia uczel:1 %?Zg;t_' rodzaj® typ’
niany cznym®
1. ETD008366W | Swiatlowody 2 S2eot_W03 30 60 2 12 T E S W
‘o S2eot_U09
2. ETDO008366L Swiattowody 2 S2e0t K03 30 60 2 1,4 T 4 P S w
3. ETDO008367W | Fotowoltaika 2 S2eot W12 30 60 2 1,2 T E S W
. S2eot_U03
4. ETDO008367L Fotowoltaika 2 S2eot_KO1 30 60 2 1,4 T z P S w
5. ETDO008370W | Elementy i uktady optoelektronniczne I 2 gggg:—ng 30 30 1 0,6 T 4 S W
6. ETD009387W | Metody symulacji komputerowej w fotonice 1 SZeot:Wlo 15 30 1 0,6 T Z W
7. ETD009387L Metody symulacji komputerowej w fotonice 1 ggggt—zgg 15 60 2 14 T P S w
S2e0t_WO07
8. ETDO009393W | Projektowanie urzadzen optoelektronicznych 1 S2eot_W09 15 30 1 0,6 T 4 S W
S2eot W11
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 20

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



ETDO009393P

Projektowanie urzadzen optoelektronicznych

S2eot_UO07
S2eot_U10
S2eot_U11l
S2eot_U13
S2eot_U17
S2eot_U19
S2eot_K04

15

60

14

10.

ETDO009381L

Elementy i uktady optoelektroniczne 11

S2eot_UO03
S2eot_U08
S2eot_K04

15

30

0,7

11.

ETDO009381P

Elementy i uktady optoelektroniczne II

S2eot_UO03
S2eot_U08
S2eot_K04

30

60

N

14

—

N

wn

12.

ETD009392W

Czujniki §wiattowodowe

S2eot_WO07

30

30

0,6

13.

ETD009392L

Czujniki $wiattowodowe

S2eot_U19
S2eot_ K03

30

60

14

14.

ETD009383W

MOEMS-y

S2eot_ W06

15

30

0,6

15.

ETDO009383L

MOEMS-y

S2eot_UO03
S2eot_ K04

15

60

1,4

16.

ETD009384W

Technika laserowa

S2eot_ W05

15

30

0,6

17.

ETD009384L

Technika laserowa

S2eot_U03

15

60

14

18.

ETD009385W

Telekomunikacja $wiattowodowa

S2eot W11

15

30

0,6

19.

ETD009385L

Telekomunikacja $wiattowodowa

S2eot_UO03
S2eot U12

15

30

RN N R N e

0,7

— |l = |4 = |

N IN[NIN| N [N| N |m

w nnwml v n nu (n

20.

ETD009386W

Miernictwo optoelektroniczne

S2eot_WO07
S2eot W08

15

30

[N

0,6

—

m

w

S N I e - P

21.

ETD009386L

Miernictwo optoelektroniczne

S2eot_U09
S2eot_U15
S2eot_K04

15

60

1,4

—

3

22.

ETD009391S

Postepy elektroniki i fotoniki

K2eit_WO01-
K2eit_W12,
S2eot_WO01-
S2eot_ W11
K2eit_U01-
K2eit_U16,
S2eot_U18
S2eot_U01
S2eot_U04,
S2eot_UO05
S2eot_KO01
S2eot_K02
S2eot_K04

30

60

14

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

21

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



23.

ETD009394W

Sieci §wiattowodowe

S2eot W02

15 30

24.

ETDO009394P

Sieci $wiattowodowe

S2eot_U02
S2eot_U16
S2eot_U20
S2eot_ K04

15 30

25.

ETD009389S

Seminarium dyplomowe

K2eit_WO01-
K2eit_W12
S2eot_WO01-
S2eot_W11
K2eit_U01-
K2eit_U16
S2eot_UO01-
S2eot_U19
S2eot_KO01-
S2eot_KO04

30 90

26.

ETD009390D

Praca dyplomowa magisterska

12

K2eit_WO01-
K2eit_W12
S2eot_WO01-
S2eot_ W11
K2eit_U01-
K2eit_U16
S2eot_UO01-
S2eot_U19
K2eit_KO01-
K2eit_K12
S2eot_KO01,
S2eot_K04

180 600

20 14

4.2.4.3 Blok Przedmioty specjalnosciowe (Electronics, Photonics, Microsystems) (59 pkt ECTS):

Razem

15|10 |12|16| 4

705 1770

59 40

Lp.

Kod
kursu/
grupy kursow

Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe
kursow
oznaczy¢ symbolem GK)

Tygodniowa
liczba godzin

wilé|l|p]s

Symbol
efektu
uczenia si¢

Liczba
godzin

Liczba
pkt. ECTS

ZZU | CNPS

zajec

k
aczna BK!

Forma?

kursu/

grupy
kursow

Spo-

s6b%

zali-
czenia

Kurs/grupa kurséw

ogolno-
uczel-
niany*

0
charakt.
prakty-

cznym®

rodzaj®

typ

ETD009589W

MOEMS

S2epm_WO06
S2epm_W15

15 30

1 0,6

T

ETD009589L

MOEMS

S2epm_U11
S2epm_KO01

15 60

2 1,4

T

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy
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- - S2epm_W02

3. ETD008564W | Optical Fibers 2 S2epm_WO03 30 60 2 1,2 w

4. | ETDO008564L | Optical Fibers 2 ggzgm—zgi 30 60 2 1,4 W

5. ETDO008568W | Vacuum and Plasma Technigues 2 SZepm:W01 30 30 1 0,6 W
K2eit_W11
- S2epm_WO04

6. ETD008566W | Autonomous Power Supplying Systems 2 S2epm_U05 30 60 2 1,2 W
S2epm_KO08
. S2epm_W12

7. ETDO009584W | Advanced Optoelectronics 1 S2epm W08 15 30 1 0,6 W
S2epm_U03

8. ETD009584L | Advanced Optoelectronics 1 S2epm_U15 15 30 1 0,7 w
S2epm_K04
S2epm_U03

9. ETD009584P | Advanced Optoelectronics 2 S2epm_U15 30 60 2 14 w
S2epm_K04
. - S2epm_W02

10. ETD009571W | Optical-Fiber Networks 1 S2epm W11 15 30 1 0,6 w

11. | ETD009571P | Optical-Fiber Networks 1 S2epm_U02 |, 30 1 07 W
S2epm_K09

12. ETD009572W | Operating Systems 1 S2epm_W10 15 30 1 0,6 W
. S2epm_U13

13. ETDO009572L Operating Systems 1 S2epm_KO1 15 60 2 1,4 w

14, ETD009583W g;ersclgirgsand Construction of Optoelectronics 1 S2epm_ W09 15 30 1 06 W
. . . S2epm_U02

15. ETD009583P Design and Construction of Optoelectronics 1 S2epm_U12 15 60 2 14 W

Circuits

S2epm_K09

16. ETD009574W | Photovoltaics 2 S2epm_W16 30 60 2 12 W

17. | ETD009574L | Photovoltaics 2 S2epm_ULL | 4, 60 2 14 W
S2epm_KO01

18. ETD009575W | Microsystem Modeling 1 S2epm_WO07 15 30 1 0,6 W
S2epm_U04
. . S2epm_U10

19. ETDO009575L Microsystem Modeling 2 S2epm K06 30 60 2 1,4 w
S2epm_K09

20. ETD009576W | Analytical Microsystems 1 S2epm_WO06 15 30 1 0,6 W
S2epm_U07
. . S2epm_U08

21. ETDO009576L Analytical Microsystems 1 S2epm_U09 15 60 2 14 w
S2epm_KO01

!BK - liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 23

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



22.

ETD009582W

Ceramic Microsystems

S2epm_WO05
S2epm_U06

30 60

1.2

23.

ETDO009582P

Ceramic Microsystems

S2epm_U06
S2epm_K02

15 30

0,7

24.

ETD009585W

Packaging of EPM

S2epm_W14

15 30

0,6

25.

ETDO009585L

Packaging of EPM

S2epm_U16
S2epm_U17
S2epm_KO07

30 30

0,7

2 g 2|t

26.

ETD009586S

Diploma Seminar

K2eit_WO01-
K2eit_W12,
S2epm_WO01-
S2epm_W14
K2eit_U01-
K2eit_U16,
S2epm_U01-
S2epm_U19
S2epm_KO01
S2epm_KO03
S2epm_KO05

30 60

1,4

217.

ETD009581D

MSc Thesis Work

12

K2eit_WO01-
K2eit_W12,
S2epm_WO01-
S2epm_W14
K2eit_U01-
K2eit_U16,
S2epm_U01-
S2epm_U20
K2eit_KO01-
K2eit_K12,
S2epm_KO01-
S2epm_K09

180 600

20

14

Razem

18] 0

12|17

735 | 1770

59

39,6

Razem dla blokéw specjalno$ciowych

(Mikrosystemy):

L_qczna L_qczna L_qczna Liczba punktow
Laczna liczba eodzin liczba liczba liczba ECTS zaied
aczna flezba go godzin godzin punktow BKlaJ(?C
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p s
19| 2 | 6 |16 | 4 705 1770 59 39,6

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy

24



Razem dla blokéw specjalnosciowych (Optoelektronika i technika swiattowodowa):

Laczna Laczna Laczna . .
. . liczba liczba liczba Liczba punktf)w
Laczna liczba godzin - - . ECTS zajeé
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p
151 0 |12 16 705 1770 59 40

Razem dla blokéw specjalnosciowych (Electronics, Photonics, Microsystems):

Laczna Laczna Laczna Liczba punktow
Laczna liczba godzin liczba liczba liczba ECTspza' ¢
4 & godzin godzin punktow BK Ie
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p
18| 0 |12 | 17 735 1770 59 39,6
4.3 Blok praktyk
Nazwa praktyki Praktyka zawodowa
Liczba tilclitboaw
punktow P Tryb zaliczenia praktyki Kod
ecTs | ECTS
zajeé BK!

Czas trwania
praktyki

Cel praktyki

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kursow Ogoélnouczelniany

-0

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy

25



4.4 Blok ,,praca dyplomowa”

Typ pracy dyplomowej magisterska
Liczba semestrow pracy dyplomowej Liczba punktéw ECTS Kod
EMS: ETD009287D
1 20 EOT: ETD009390D
EPM: ETD009581D

Charakter pracy dyplomowej

Praca dyplomowa magisterska ma charakter uzyteczny. Jej przedmiotem jest w szczegodlnosci
rozwigzanie zadania o charakterze:

- analitycznym (Analiza np. numeryczna, wlasciwosci)

- technologicznym (Technologia epitaksjalnego wzrostu)

- projektowym (Projekt czujnika)

- konstrukcyjnym (Stanowisko do wygrzewania metodg RTA)

- uzytkowym (Ocena uzytecznos$ci)

- aplikacyjnym (Zastosowanie heterostruktury w konstrukcji)

- badawczym (Badanie charakteryzacja)

- przegladowym (Stan wiedzy dot. mechanizmow wzrostu)

Liczba punktéw ECTS BK* ‘ 14

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy

26



5. Sposoby weryfikacji zakladanych efektow uczenia sie

Typ zajeé Sposoby weryfikacji zakladanych efektow uczenia sie
egzamin, kolokwium, kartkdwka, odpowiedz ustna, obecnos¢,

wyktad ; . o

sprawd2|an, test, zaliczenie pisemne

kolokwium, kartkowka, odpowiedz ustna, udzial w dyskusjach

problemowych, sprawdzian, raport, aktywnos¢

kartkobwka, odpowiedz ustna, udziat w dyskusjach

laboratorium problemowych, sprawozdanie, wejSciowka, aktywnos$¢, srednia

ocen z lab., raport, referat

kolokwium, kartkowka, odpowiedz ustna, udziat w dyskusjach

problemowych, sprawozdanie, wejsciowka, aktywno$¢, ocena

¢wiczenia

projekt przygotowania projektu, raport, obrona projektu, frekwencja,
prezentacja
. odpowiedz ustna, dyskusja, aktywno$¢, prezentacja,
seminarium opracowanie zagadnien
praca dyplomowa przygotowana praca dyplomowa

6. Zakres egzaminu dyplomowego

Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje tresci ksztatcenia przekazywane w ramach studiow. Lista obowigzujacych zagadnien dyplomowych
w danym roku akademickim jest corocznie aktualizowana (w konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzgcymi poszczeg6lne kursy
oraz zatwierdzane przez Komisj¢ Programowa) i publikowana na stronie internetowej Wydziatu. Listy zagadnien obejmuja zagadnienia
dotyczace tresci ksztalcenia kurséw kierunkowych oraz kursow specjalnosciowych.

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 27
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



7. Wymagania dotyczace terminu zaliczenia okreslonych kurséw/grup kurséw lub wszystkich kurséw w poszczegolnych blokach

Lp. Kod Nazwa kursu/grupy kursow Termin zaliczenia do...
kursu/grupy (numer semestru)
kursow

8. Plan studiéw (Mikrosystemy — zalacznik nr 3a; Optoelektronika i technika swiattowodowa — zalacznik nr 3b; Electronics, Photonics,
Microsystems — zalgcznik nr 3c¢)

Zaopiniowane przez wlasciwy organ uchwatodawczy samorzadu studenckiego:
PRZEWODNICZACY WYDZIALOWEJ RADY
SAMORZADU STUDENCKIEGO

P il 4/: m’»/fkj )

8.05.2019 . Wojciech Poregbinski
Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow
DZIEKAN WYDZIALU
QL\WI
8.05.2019 . dr hab. inz. Rafat Walczak, prof. uczelni
Data Podpis Dziekana

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy
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WYDZIAL: Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki
KIERUNEK STUDIOW: Elektronika i telekomunikacja
POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia
FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: og6lnoakademicki

SPECJALNOSC: Mikrosystemy

JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: polski

Zalacznik nr 3a do Programu studiow

PLAN STUDIOW

Uchwata Senatu PWr nr 753/32/2016-2020 z dnia 16 maja 2019 r.
Obowiazuje od 1.10.2019 r.



Struktura planu studiéw w ukladzie godzinowo-punktowym

studia: 11 stopnia
STACJONARNE
kierunek: Elektronika i telekomunikacja,

specjalnos$é: Mikrosyste
wlic|L|[r][s wlcli|r]s wlcli|r]|s

kursy obowiazk owe

kursy wybieralne

Czujniki i aktuatory

2
ETD00B0SS 1

Nanotechnologia

1 2
ETDO08079 |1 | 2

Metody opymalizacji
12
ETD00B077 1 1 | |

Metody numeryczne

1 2
ETD00BO76 1 1

Metody statystyczne w EMF

12
ETDO08O75 |1 1 |

Hektronika ciala stalego Diagnostyka i niezawodnos$ ¢
2 1 2
ETD00S078 2 | [ETpoogo77 1 | 1
Matematyka E Filozofia nauki i techniki
2 2 2
MAT001437 2 2 FLH121521W 1
Jezyk obcy B2+ Jezyk obcy A1/A2 Blok: Zarzadzanie
1 3
JZL100709BK JZL100710BK MCMO023001BK 2




Zestaw kursow / grup kurséw obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

Semestr 1
Kursy/grupy kursow obowiazkowe liczba punktéw ECTS 20
\ cursy/ ) Tygodniowa Liczba Liczba Kurs
Kod azwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS , | SP%
kursow Forma sob
Lp. kursu/ . efektu ) 026Ino- )
Kursé oznaczy¢ symbolem GK) ) Uczenia si zajeé kursu zali- g charakt. " ;
grupy kursow wl¢|l]p]s ¢ | ZZU | CNPS | faczna BKL czenia | Ul | Loy | rodzaj typ
niany4 cznym®
1. MAT001437W | Matematyka 2 K2eit_ W06 30 60 2 1,2 T E 0 PD Ob
K2eit_U06
2. MATO001437C | Matematyka 2 K2eit K02 30 60 2 1,4 T Z (0} P PD Ob
3. ETDO008075W | Metody statystyczne w EMF 1 K2eit_ W05 15 30 1 0,6 T Z K Ob
K2eit_U05
4, ETD008075C Metody statystyczne w EMF 1 K2eit K02 15 60 2 1,4 T Z P K Ob
K2eit_W04
5. ETD008076W | Metody numeryczne 1 K2eit K07 15 30 1 0,6 T Z K Ob
K2eit_U04
6. ETD008076L Metody numeryczne 1 K2eit_K04 15 60 2 14 T 4 P K Ob
K2eit_K07
7. | ETD008077W | Metody optymalizacji 1 K2eit W03 | 15 30 1 0,6 T Z K Ob
K2eit_U03
8. ETDO008077C Metody optymalizacji 1 K2eit_U11 15 60 2 14 T z P K Ob
K2eit_K03
o K2eit_W02
9. ETD008078W | Elektronika ciata stalego 2 K2eit_U02 30 60 2 1,2 T Z PD Ob
. K2eit_WO01
10. ETD008079W | Nanotechnologia 1 K2eit_W09 15 30 1 0,6 T z K Ob
K2eit_U01
11. ETDO008079S Nanotechnologia 2 | K2eit_U15 30 60 2 14 T z P K Ob
K2eit_K01
K2eit_W08
12. ETD008086W | Czujniki i aktuatory 1 K2eit_W13 15 60 2 1,2 T z K Ob
K2eit_U08
Razem 941|002 240 | 600 20 13
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 3

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, ¢, I, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym

6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Kursy/grupy kurséw wybieralne (150 godzin w semestrze, 10 punktow ECTS)
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo; grup
Lp. kursu/ kursow efektu - ZL:L%L;// i(:lji ogolno- 0
; . ia si - harakt.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w ¢l l]|p]|s| vezemasic | 77y | CNPS | laczna Zg:flc kurséw | czenia u_czel; cpr:Ety_ rodzaj®
niany’ cznym®
1. ETDO008270W | Programowalne uktady logiczne 1 S2ems_W04 15 30 1 0,6 T Z S W
2. ETD008270P Programowalne uktady logiczne 1 S2ems_U04 15 60 2 14 T Z P S W
S2ems_W02
S2ems_W05
3. ETD008271W Modelowanie mikrosysteméw 1 S2ems_WO07 15 30 1 0,6 T E S
S2ems_W08
S2ems_W10
S2ems_U02
S2ems_UO07
4. | ETDO00827IL | Modelowanie mikrosystemow 2 S2ems_U08 | 4, 60 2 14 T z P s
S2ems_U10
S2ems_K02
S2ems_KO03
K2eit W11
5. ETD008274W | Autonomiczne systemy zasilajace 2 S2ems_W11 30 60 2 1,2 T z S
S2ems_U11
6. ETD008276W | Techniki proézniowe i plazmowe 2 S2ems_WO01 30 30 1 0,6 T E S W
7. JZL.100709BK Jezyk obcy B2+ 1 K2eit_U17 15 30 1 0,7 T Z (0] P KO W
Razem 6|11(2{1|0 150 300 10 6,5
Razem w semestrze
taczna taczna taczna . .
. . licza | liczba | [liczba | L67bapunktow
Laczna liczba godzin . . , ECTS zajec
godzin godzin punktow BK!
Z7ZU CNPS ECTS
w ¢ | p s
15| 5 3 1 2 390 900 30 19,5

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, ¢, I, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy



Semestr 2

Kursy/grupy kursow obowigzkowe

liczba punktow ECTS 5

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPOS'. grup
Lp. kursu/ kursow efektu . I;lr’LerpL;/ i(:lji- ogolno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wl¢| 1| p]s| verenasic | zzy | CNPS | laczna Zg:ff kurséw | czenia uczel; ;ﬁiﬁb‘ rodzai® | typ’
niany’ cznym®
K2eit_K09
1. FLH121521W | Filozofia nauki i techniki 1 K2eit_K10 15 60 2 1,2 T Z (0} KO Ob
K2eit_K12
2. ETD009077W | Diagnostyka i niezawodno$é 1 K2eit_WO07 15 30 1 0,6 T K Ob
3. ETDO009077P Diagnostyka i niezawodnos$¢ 1 ﬁg::::zgg 15 60 2 1,4 T P K Ob
Razem 2]0]0]1]0 45 150 5 3,2
Kursy/grupy kurséw wybieralne (345 godzin w semestrze, 25 punktow ECTS)
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma 3903' grup
Lp. kursu/ kurséw efektu . I;L:Lrj;l;// izllji ogélno- 0
4 A ia si - harakt.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wléll|p]|s| vezemase | 77y | CNPS | taczna ZBaElC kurséw | czenia uczel;1 cprgﬁy_ rodzaj® typ’
niany’ cznym®
S2ems_W15
1. ETD009280W | Metody diagnostyczne 3 S2ems_W09 45 90 3 1,8 T z S w
S2ems_W19
S2ems_U18
2. ETD009280C Metody diagnostyczne 2 S2ems_U19 30 90 3 2,1 T z P S w
S2ems_KO09
3. ETD009281W | Mikrosystemy analityczne 1 S2ems_W14 15 30 1 0,6 T z S w
S2ems_U15
. . S2ems_U16
4. ETD9009281L | Mikrosystemy analityczne 1 S2ems_KO1 15 60 2 14 T z P S w
S2ems_K09
5. ETD009282W | Mikrosystemy ceramiczne 2 S2ems_W13 30 60 2 1,2 T E S W
S2ems_U13
. . S2ems_U14
6. ETD009282P Mikrosystemy ceramiczne 1 S2ems_U20 15 60 2 1,4 T z P S W
S2ems_K08
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 5

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, ¢, I, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym

6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




S2ems_W16
7. ETD009290W | Sensory 3 S2ems_W18 45 60 2 12 S
S2ems_W20
S2ems_U05
S2ems_U06
8. ETD009290L Sensory 2 S2ems_U20 30 60 2 1,4 S
S2ems_U23
S2ems_KO08
9. ETD009291W | Systemy operacyjne 1 S2ems_W17 15 30 1 0,6 S
. S2ems_U21
10. ETD009291L Systemy operacyjne 1 S2ems K01 15 60 2 1,4
11, | ETDO0g202w | Z2Stosowanie analogowych i cyfrowych 1 S2ems_W03 | 15 30 1 06 S
uktadoéw scalonych
. . S2ems_U03
12. | ETDO0g2g2p | ZAstosowanie analogowych i cyfrowych 2 S2ems_U22 | 30 60 2 1,4 s
uktadow scalonych
S2ems_KO01
13. JZL.100710BK | Jezyk obcy A1/A2 3 K2eit_U17 45 60 2 1,4 KO
Razem 11/5]4|3]0 345 750 25 16,5
Razem w semestrze:
L.qczna L.qczna L.qczna Liczba punktow
. . liczba liczba liczba -
Laczna liczba godzin - - . ECTS zajec
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
13(5 4|40 390 900 30 19,7

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, ¢, I, s, p)

4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Semestr 3

Kursy/grupy kursow obowiazkowe liczba punktow ECTS 0

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPOS'. grup
Lp. kursu/ kursow efektu . I;lr’LerpL;/ igllji ogolno- 0
. . 0 Qi - harakt.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w ¢l l]|p]|s| vezemasic | 77y | CNPS | laczna Zg:flc kurséw | czenia u_czel; Cpf;‘[f}y_ rodzaj® typ’
niany’ cznym®
Razem
Kursy/grupy kurséw wybieralne (300 godzin w semestrze, 30 punktow ECTYS)
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | SO grup
Lp. kursu/ kursow efektu ‘ I;Lr‘;;l;// izllji ogdlno- o
; . 0 Qi ¢ - harakt.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wle| 1] p|s| ezniasic | zzy | cNPS | tema | TG | kursow | czenia uczel- ek | rodzai® | typ”
niany’ cznym®
K2eit_WO01-
K2eit_ W12,
S2ems_WO06
S2ems_W12
K2eit_UO1-
L . K2eit_U16,
1. ETDO009283S Postepy elektroniki i mikrosystemow 2 S2ems UO1 30 60 2 14 T z P S w
S2ems_U12
S2ems_U26
S2ems_K04
S2ems_K10
S2ems_K11
2. ETD009293W | Elektronika polimerowa i molekularna 2 222?3T185_\(JV2252 30 60 2 1,2 T z S w
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 7

2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, ¢, I, s, p)

4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym

6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




3. ETD009286S

Seminarium dyplomowe

K2eit_WO01-
K2eit_W12,
S2ems_WO01-
S2ems_W24
K2eit_U01-
K2eit_U16,
S2ems_UO01-
S2ems_U27
S2ems_KO01
S2ems_KO03
S2ems_KO06

30

90

2,1

4. ETD009287D

Praca dyplomowa magisterska

12

K2eit_WO01-
K2eit_W12
K2eit_U01-
K2eit_U16
K2eit_KO01-
K2eit_K12
S2ems_W21
S2ems_W23
S2ems_U24
S2ems_KO01
S2ems_KO05
S2ems_KO07

180

600

20

14

MCMO023001BK

Zarzadzanie

30

90

18

5. MCMO023002W

Zarzadzanie malg firma

K2eit_W10
K2eit_W11
K2eit_W12
K2eit_U10
K2eit_KO05
K2eit_KO8
K2eit_K11

30

90

18

KO

6. MCMO023003W

Zarzadzanie przedsigwzigciem

K2eit_W10
K2eit_W11
K2eit_ W12
K2eit_U10
K2eit_KO05
K2eit_KO08
K2eit K11

30

90

18

KO

Razem

12

300

900

30

20,5

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, ¢, I, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym

6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Razem w semestrze:

taczna taczna taczna . X
. . liczba liczba liczba Liczba punktf)w
Laczna liczba godzin ] - . ECTS zajgc
godzin godzin punktow BK!
ZzZU CNPS ECTS
L] p
4 100 |12] 4 300 900 30 20,5

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, ¢, I, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy



2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Kod Nazwy kurséw/ grup kurséw konczacych si¢ egzaminem Semestr
kursu/grupy
kursow
MATO001437W | 1. Matematyka
ETD008271W | 2. Modelowanie mikrosystemow 1
ETD008275W | 3. Techniki prozniowe i plazmowe
ETD009392W | 1. Mikrosystemy ceramiczne ’
ETD009386W | 2. Sensory

3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktow ECTS po poszczegolnych semestrach

Semestr Dopuszczalny
deficyt punktow ECTS
po semestrze
1 12
2 6

Opinia wtasciwego organu Samorzadu Studenckiego

PRZEWODNICZACY WYDZIALOWEJ RADY
SAMORZADU STUDENCKIEGO

. . DZIEKAN WYDZIALU
Gy W,

8.05.2019 . Wojciech Porebinski
Data Imie, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow 8.05.2019. dr hab. inz. Rafat Walczak, prof. uczelni
Data Podpis Dziekana

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, ¢, I, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy

10



PLAN STUDIOW

WYDZIAL: Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki
KIERUNEK STUDIOW: Elektronika i telekomunikacja
POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia
FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: og6lnoakademicki

SPECJALNOSC: Optoelektronika i technika §wiattowodowa

JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: polski

Zalacznik nr 3b do Programu studiow

Uchwata Senatu PWr nr 753/32/2016-2020 z dnia 16 maja 2019 r.

Obowiazuje od 1.10.2019 r.



Struktura planu studiéw w ukladzie godzinowo-punktowym

studia: |1 stopnia

STACJONARNE

kierunek: Elektronika i telekomunikacja,

specjalnosé: Optoelektronika i technika $wiattowodowa

wWlCclL]P[S WlC|]LfPIS

wilCc|L]|P|S

kursy obowiazk owe

kursy wybieralne

Czujniki i aktuatory
2
ETDOOS086 1
Nanotechnologia
1 2
ETD008079 1 | 2
Metody opymalizacji
1 2
ETD008077 1 1
Metody numeryczne
1 2
ETDO0S0O76 1 1
Metody statystyczne w EMF
1 2
ETD0O0B075 1 1
Flektronika ciala stalego Diagnostyka i niezawodno$ ¢
2 1 2
ETDO0SO78 2 | | |Emoogor7 1 1
Matematyka E Filozofia nauki i techniki
2 2 2
MAT001437 2 2 FLH121521W 1
Jezyk obcy B2+ Jezyk obcy A1/A2
1
JZL100709BK JZLL100710BK

Blok: Zarzadzanie

3
MCM023001BK 2

ECTS

sl fefofe] |
l. godz.

razem

Hﬂl




Zestaw kursow / grup kurséw obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

Semestr 1
Kursy/grupy kursow obowiazkowe liczba punktéw ECTS 20
\ cursy/ ) Tygodniowa Liczba Liczba Kurs
Kod azwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS , | SP%
kursow Forma sob
Lp. kursu/ . efektu ) 026Ino- )
Kursé oznaczy¢ symbolem GK) ) uczenia si zajeé kursu zali- g charakt. " ;
grupy kursow wl¢|l]p]s ¢ | ZZU | CNPS | faczna BKL czenia | Ul | Loy | rodzaj typ
niany4 cznym®
1. MAT001437W | Matematyka 2 K2eit_ W06 30 60 2 1,2 T E 0 PD Ob
K2eit_U06
2. MATO001437C | Matematyka 2 K2eit K02 30 60 2 1,4 T Z (0} P PD Ob
3. ETDO008075W | Metody statystyczne w EMF 1 K2eit_ W05 15 30 1 0,6 T Z K Ob
K2eit_U05
4, ETD008075C Metody statystyczne w EMF 1 K2eit K02 15 60 2 1,4 T Z P K Ob
K2eit_W04
5. ETD008076W | Metody numeryczne 1 K2eit K07 15 30 1 0,6 T Z K Ob
K2eit_U04
6. ETD008076L Metody numeryczne 1 K2eit_K04 15 60 2 14 T 4 P K Ob
K2eit K07
7. | ETD008077W | Metody optymalizacji 1 K2eit W03 | 15 30 1 0,6 T Z K Ob
K2eit_U03
8. ETDO008077C Metody optymalizacji 1 K2eit_U11 15 60 2 14 T z P K Ob
K2eit_K03
o K2eit_W02
9. ETD008078W | Elektronika ciata stalego 2 K2eit_U02 30 60 2 1,2 T Z PD Ob
. K2eit_WO01
10. ETD008079W | Nanotechnologia 1 K2eit_W09 15 30 1 0,6 T z K Ob
K2eit_U01
11. ETDO008079S Nanotechnologia 2 | K2eit_U15 30 60 2 14 T z P K Ob
K2eit_K01
K2eit_W08
12. ETD008086W | Czujniki i aktuatory 1 K2eit_W13 15 60 2 1,2 T z K Ob
K2eit_U08
Razem 941|002 240 | 600 20 13
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 3

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym

6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Kursy/grupy kurséw wybieralne (165 godzin w semestrze, 10 punktow ECTS)
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SP{)’; grup
Lp. kursu/ kurséw efektu - E%Spl;/ ig"_ ogolno- °
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w|¢|I|pl|s | Uezemasie | zzy | CNPS | taczna Z;:flc kurséw | czenia u_czel;l cpt:zﬁl;t rodzaj® typ’
niany cznym®
1. ETDO008366W | Swiattowody 2 S2eot_W03 30 60 2 12 T E S W
b S2eot_U09
2. ETD008366L Swiattowody 2 S2eot KO3 30 60 2 1,4 T z P S w
3. ETD008367W Fotowoltaika 2 S2eot_W12 30 60 2 12 T E S W
. S2eot_UO03
4. ETDO008367L | Fotowoltaika 2 S2eot_KO1 30 60 2 14 T z P S W
. . S2eot_WO01
5. ETD008370W | Elementy i ukfady optoelektroniczne I 2 S2eot W04 30 30 1 0,6 T S w
7. JZL100709BK | Jezyk obcy B2+ 1 K2eit_U17 15 30 1 0,7 T Z O P KO W
Razem 6 11/4]0]0 165 300 10 6,5
Razem w semestrze
Laczna Laczna Laczna . .
. . liccha | liczba | liczba | 1203 punkiow
Laczna liczba godzin ] - X ECTS zajec¢
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p s
15(5 |50 2 405 900 30 19,5
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 4

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Semestr 2

Kursy/grupy kursow obowiazkowe liczba punktow ECTS 5

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPOS'. grup
Lp. kursu/ kursow efektu . I;lr’LerpL;/ i(:lji- ogolno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w ¢l |p]|s| U¥Mase | zzu | CNPS | faczna Zg:flc kursow | czenia uczel; Cphrgﬁl;t rodzaj® | typ’
niany’ cznym®
K2eit_K09
1. FLH121521W | Filozofia nauki i techniki 1 K2eit_K10 15 60 2 1,2 T Z (0} KO Ob
K2eit K12
2. ETD009077W | Diagnostyka i niezawodno$¢ 1 K2eit_WO07 15 30 1 0,6 T K Ob
3. ETDO009077P Diagnostyka i niezawodnos$¢ 1 ﬁg::::zgg 15 60 2 1,4 T P K Ob
Razem 2]0]0]1]0 45 150 5 3,2
Kursy/grupy kurséw wybieralne (330 godzin w semestrze, 25 punktow ECTS)
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma 3903' grup
Lp. kursu/ kursow efektu . E%ﬁ;’ izllji ogolno- °
. . o Qi - harakt.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlée|l|p]|s| UezeMasie | 77y | CNPS | Iaczna ZBaElc kurséw | czenia UCZG';l cpri[f}y_ rodzaj® typ’
niany’ cznym®
1. ETD009387W | Metody symulacji komputerowej w fotonice 1 S2eot_ W10 15 30 1 0,6 T w
2. | ETD009387L | Metody symulacji komputerowej w fotonice 1 et | 15 | 60 2 14 T P w
S2e0t_WO07
3. ETD009393W | Projektowanie urzadzen optoelektronicznych 1 S2eot_W09 15 30 1 0,6 T 4 S W
S2eot W11
S2eot_U07
S2eot_U10
S2eot_U11
4. ETD009393P Projektowanie urzadzen optoelektronicznych 1 S2eot_U13 15 60 2 1,4 T 4 P S W
S2eot_U17
S2eot_U19
S2eot_K04
S2eot_U03
5. ETD009381L Elementy i uktady optoelektroniczne II 1 S2eot_U08 15 30 1 0,7 T z S W
S2eot_K04
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 5

2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




S2eot_U03
6. ETD009381P Elementy i uktady optoelektroniczne II 2 S2eot_U08 30 60 2 1,4 T 4 S W
S2eot_K04
7. ETD009392W | Czujniki $wiattowodowe 2 S2eot_ W07 30 30 1 0,6 T E S w
s S2eot_U19
8. ETD009392L Czujniki §wiattowodowe 2 S2eot KO3 30 60 2 14 T VA S W
9. ETD009383W | MOEMS-y 1 S2eot_ W06 15 30 1 0,6 T z S w
S2eot_UO03
10. ETDO009383L MOEMS-y 1 S2eot K04 15 60 2 14 T VA S W
11. ETDO009384W | Technika laserowa 1 S2eot_ W05 15 30 1 0,6 T Z S W
12. ETD009384L Technika laserowa 1 S2eot_U03 15 60 2 1,4 T Z S W
13. ETD009385W | Telekomunikacja $wiattowodowa 1 S2eot_ W11 15 30 1 0,6 T z S
e, S2eot_UO03
14. ETD009385L Telekomunikacja $wiattowodowa 1 S2eot_U12 15 30 1 0,7 T z S w
_— . S2eot_WO07
15. ETDO009386W | Miernictwo optoelektroniczne 1 S2e0t W08 15 30 1 0,6 T E S w
S2eot_U09
16. ETD009386L Miernictwo optoelektroniczne 1 S2eot_U15 15 60 2 14 T z S w
S2eot_K04
17. JZL100710BK | Jezyk obcy A1/A2 3 K2eit U17 45 60 2 14 T Z KO W
Razem 813|830 330 750 25 16,8
Razem w semestrze:
L_qczna L_qczna L_qczna Liczba punktéw
Laczna liczba eodzin liczba liczba liczba ECTS zaied
aczna flezba go godzin godzin punktow BKlaJ(?C
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
103|184 1|0 375 900 30 20

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Semestr 3

Kursy/grupy kursow obowiazkowe

liczba punktow ECTS 0

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPOS'. grup
Lp. kursu/ kursow efektu o Ig(]lerrJSpL;// i(:lji- ogblno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé| | p|s | Uezemasie | zzy | CNPS | taczna Zg:flc Kurséw | czenia uczel; Cphrgﬁl;t rodzaj® | typ’
niany’ cznym®
Razem
Kursy/grupy kurséw wybieralne (300 godzin w semestrze, 30 punktow ECTYS)
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | SO grup
Lp. kursu/ kursow efektu - I;Lr‘;;l;// i?ﬁ- ogolno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wle| 1] p|s| ezniasic | zzy | cNPS | tema | TG | kursow | czenia uczel- o | rodzal® | typ!
niany’ cznym®
K2eit_WO01-
K2eit_ W12,
S2eot_WO01-
S2eot_W11
K2eit_UO1-
K2eit_U16,
1. ETDO009391S Postepy elektroniki i fotoniki 2 | S2eot_U18 30 60 2 14 T z P S w
S2eot_UO01
S2eot_U04,
S2eot_U05
S2eot_KO01
S2eot_K02
S2eot_K04
2. ETD009394W | Sieci $wiattowodowe 1 S2eot_W02 15 30 1 0,6 T Z S W
S2eot_U02
3. | ETD009394P | Sieci éwiatlowodowe 1 gggg&g;g 15 | 30 1 07 T z P s w
S2eot_K04
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 7

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




4. ETD009389S Seminarium dyplomowe

K2eit_WO01-
K2eit_W12
S2eot_WO01-
S2eot_ W11
K2eit_U01-
K2eit_U16
S2eot_UO01-
S2eot_U19
S2eot_KO01-
S2eot_K04

30

90

2,1

5. ETD009390D | Praca dyplomowa magisterska

12

K2eit_WO01-
K2eit_W12
S2eot_WO01-
S2eot_ W11
K2eit_U01-
K2eit_U16
S2eot_UO01-
S2eot_U19
K2eit_KO01-
K2eit_K12
S2eot_KO01,
S2eot_ K04

180

600

20

14

MCMO023001BK | Zarzadzanie

30

90

18

6. MCMO023002W | Zarzadzanie mata firma

K2eit_W10
K2eit_W11
K2eit_ W12
K2eit_U10
K2eit_KO05
K2eit_KO8
K2eit_K11

30

90

18

KO

7. MCMO023003W | Zarzadzanie przedsigwzigciem

K2eit_W10
K2eit_W11
K2eit_W12
K2eit_U10
K2eit_K05
K2eit_K08
K2eit_K11

30

90

18

KO

Razem

13

300

900

30

20,6

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym

6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Razem w semestrze:

Laczna Laczna Laczna

L liczba odzi liczba liczba liczba LiCEZé).?é) un!(téw
aczna liezba godzin godzin godzin punktéw BKzlajec
y#40) CNPS ECTS
w ¢ | p S
310013 |4 | 300 900 30 20,6

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy



2. Zestaw egzaminéw w ukladzie semestralnym

Kod Nazwy kurséw/ grup kurséw konczacych si¢ egzaminem Semestr
kursu/grupy
kursow

MATO001437W | 1. Matematyka

ETDO008366W | 2. Swiatlowody 1
ETDO008367W | 3. Fotowoltaika

ETDO009392W | 1. Czujniki $wiattowodowe ’
ETDO009386W | 2. Miernictwo optoelektroniczne

3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktow ECTS po poszczegolnych semestrach

Semestr Dopuszczalny
deficyt punktow ECTS
po semestrze
1 12
2 6

Opinia wtasciwego organu Samorzadu Studenckiego

PRZEWODNICZACY WYDZIALOWEJ RADY DZIEKAN WYDZIALU
SAMORZADU STUDENCKIEGO W
T ] -
DRV RN |
GH\C; o dr hab. inz. Rafat Walczak, prof. uczelni

8.05.2019r. Wojciech Porgbifski 8.05.2019 r. Podpis Dziekana
Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow Data

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy

10



PLAN STUDIOW

WYDZIAL: Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki
KIERUNEK STUDIOW: Elektronika i telekomunikacja
POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia
FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: og6lnoakademicki

SPECJALNOSC: Electronics, Photonics, Microsystems

JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: angielski

Zalacznik nr 3c do Programu studiow

Uchwata Senatu PWr nr 753/32/2016-2020 z dnia 16 maja 2019 r.

Obowiazuje od 1.10.2019 r



Struktura planu studiéw w ukladzie godzinowo-punktowym
studia: |1 stopnia

STACJONARNE

kierunek: Elektronika i telekomunikacja,

specjalnos$é: Electronics, Photonics, Microsystems

WI]C|L|P]S wlc|L]|]P]S WI]C|L]|P]S

kursy obowiazk owe

kursy wybieralne

Nanotechnology

1 2
ETD00B08S 1 2

Solid State Electronics

2
ETD008083 2

Optimization Methods

12
ETDO0S083 1 1

Numerical Methods

12
ETDOOSOS2 1 1

Statistics for EPM Sensors and Actuators

1 2 2
ETDO0OSOS1 1 1 ETDO09588 1 |
Mathematics E Contemporary Management Diagnostics and Reliability

2 2 3 1 2
MAT001449 2 2 ZMZ000134 2 ETD009079 1 1
Foreign Language B2+ Foreign Language A1/A2 Philosophy of Science and Technology

1 2 2

JZL100709BK 1 JZL100710BK 3 FLD129580 1




Zestaw kursow / grup kurséw obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

Semestr 1
Kursy/grupy kursow obowiazkowe liczba punktéw ECTS 18
\ cursy/ ) Tygodniowa Liczba Liczba Kurs
Kod azwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS , | SP%
kursow Forma sob
Lp. kursu/ . efektu ) 026Ino- )
Kursé oznaczy¢ symbolem GK) ) uczenia si zajeé kursu zali- g charakt. " ;
grupy kursow wl¢|l]p]s ¢ | ZZU | CNPS | faczna BKL czenia UCZE'; prakty- | rodzaj typ
niany’ cznym®
1. MAT001449W | Mathematics 2 K2eit_ W06 30 60 2 1,2 T E 0 PD Ob
2. | MATO01449C | Mathematics 2 K2eit U0B | 35 | o 2 14 T z 0 P PD Ob
K2eit K02
3. ETDO008081W | Statistics for EPM 1 K2eit_ W05 15 30 1 0,6 T Z K Ob
. K2eit_U05
4, ETD008081C Statistics for EPM 1 K2eit K02 15 60 2 1,4 T Z P K Ob
5. | ETD008082C | Numerical Methods 1 K2eit WO4 | 30 1 0,6 T z K ob
K2eit K07
K2eit_U04
6. ETD008082L Numerical Methods 1 K2eit_K04 15 60 2 1,4 T z P K Ob
K2eit_K07
7. ETDO008083W | Optimization Methods 1 K2eit W03 15 30 1 0,6 T Z K Ob
K2eit_U03
8. ETD008083C Optimization Methods 1 K2eit_U11 15 60 2 14 T z P K Ob
K2eit_K03
9. | ETD008084W | Solid State Electronics 2 K2eit W02 | 5 60 2 12 T z PD ob
K2eit_U02
K2eit_ W01
10. ETD008085W | Nanotechnology 1 K2eit_W09 15 30 1 0,6 T z K Ob
K2eit_U0L
11. ETD008085S Nanotechnology 2 | K2eit_U15 30 60 2 1,4 T z P K Ob
K2eit_KO01
Razem 841|002 225 540 18 11,8
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 3

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, I, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym

6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Kursy/grupy kursow wybieralne (165 godzin w semestrze, 11 punktéw ECTS)
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo; grup
Lp. kursu/ kursow efektu - ZL:L%L;// izﬁ_ ogolno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w|é| 1| p]|s|uernasic | 77y | CNPS | faezna Zg:ff kursow | czenia | uczel- %ﬁiﬁ';t rodzaj® | typ’
niany4 cznym®
1. | ETD009589W | MOEMS 1 S2epm W06 |5 | 39 1 06 T z S w
S2epm_W15
2. | ETD009589L | MOEMS 1 ggepm_Uﬂ 15 60 2 14 T z P s w
epm_KO01
3. . . S2epm_W02
ETDO008564W | Optical Fibers 2 S2epm W03 30 60 2 1,2 T E S w
. . S2epm_U02
4. ETD008564L Optical Fibers 2 S2epm_KO1 30 60 2 14 T P w
5. ETDO008568W | Vacuum and Plasma Techniques 2 S2epm_WO01 30 30 1 0,6 T S W
K2eit W1l
6. ETDO008566W | Autonomous Power Supplying Systems 2 SSZZZ%?;—YJVS; 30 60 2 1,2 T z S w
S2epm_KO08
7. JZL.100709BK Foreign Language B2+ 1 K2eit_U17 15 30 1 0,7 T Z (0] P KO W
Razem 71113]0]0 165 330 11 7,1
Razem w semestrze
taczna taczna taczna . .
Laczna liczba eodzin liczba liczba liczba LlCEZé’.?_S}? gnkt?w
aczna flezba go godzin godzin punktow BKlaJ(?C
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
155|410 2 390 870 29 18,9
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 4

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, I, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Semestr 2

Kursy/grupy kursow obowiazkowe liczba punktow ECTS 3
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPOS'. grup
Lp. kursu/ kursow efektu . I;lr’LerpL;/ i(:lji- ogolno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w ¢l 1| p]|s| uezemasic | 77y | CNPS | faczna Zg:ff kurséw | czenia | UcZel ;ﬁiﬁb‘ rodzaj® | typ’
niany’ cznym®
K2eit W10
K2eit W11
K2eit W12
1. ZMZ000134W | Contemporary Management 2 K2eit_U10 30 90 3 18 T z ) KO Ob
K2eit_K05
K2eit_KO08
K2eit_K11
Razem 2]10(0]0]0 30 90 3 1,8
Kursy/grupy kurséw wybieralne (375 godzin w semestrze, 27 punktow ECTS)
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin |  symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | SpPo; grup
Lp. kursu/ kursow efektu - Ig(]LrJL?)uy/ izllji— ogdlno- o
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wle| 1] p|s | ezniasic | 72y | cNPS | haema | S0 | ursow | czenia uczel- e | rodzal® | typ!
niany’ cznym®
1. ETD009584W | Advanced Optoelectronics 1 S2epm_W12 15 30 1 0,6 T E ] S w
S2epm_WO08
S2epm_U03
2. ETDO009584L | Advanced Optoelectronics 1 S2epm_U15 15 30 1 0,7 T S w
S2epm_K04
3. S2epm_U03
ETDO009584P | Advanced Optoelectronics 2 S2epm_U15 30 60 2 14 T P S w
S2epm_K04
. . S2epm_W02
4. ETD009571W | Optical-Fiber Networks 1 S2epm_ W11 15 30 1 0,6 T S w
5. | ETDO009571P | Optical-Fiber Networks 1 zgggm—zgg 15 30 1 07 T P s w
6. ETDO009572W | Operating Systems 1 SZepm:Wlo 15 30 1 0,6 T W
. S2epm_U13
7. ETD009572L Operating Systems 1 S2epm_KO1 15 60 2 1,4 T P w
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 5

2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, I, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




8. ETD009583W gierilgirgsand Construction of Optoelectronics 1 S2epm_ W09 15 30 1 06 S W
. . . S2epm_U02
9. ETD009583P D_eS|g_n and Construction of Optoelectronics 1 S2epm_U12 15 60 2 14 S W
Circuits
S2epm_K09
10. ETD009574W | Photovoltaics 2 S2epm_W16 30 60 2 1,2 W
11. | ETDO009574L | Photovoltaics 2 S2epm_ULL | 4, 60 2 14 w
S2epm_KO01
12. ETD009575W | Microsystem Modeling 1 S2epm_W07 15 30 1 0,6 w
S2epm_U04
. . S2epm_U10
13. ETD009575L Microsystem Modeling 2 S2epm_K06 30 60 2 1,4 S W
S2epm_K09
14. ETD009576W | Analytical Microsystems 1 S2epm_WO06 15 30 1 0,6 S W
S2epm_U07
. . S2epm_U08
15. ETD009576L Analytical Microsystems 1 S2epm_U09 15 60 2 1,4 S w
S2epm_KO01
. S2epm_W05
16. ETD009582W | Ceramic Microsystems 2 S2epm_U06 30 60 2 1,2 S w
Lo S2epm_U06
17. ETD009582P Ceramic Microsystems 1 S2epm K02 15 30 1 0,7 S \W
18. JZL100710BK | Foreign Language A1/A2 3 K2eit_U17 45 60 2 14 KO w
Razem 1013]7]5]0 375 810 27 17,9
Razem w semestrze:
L_qczna L_qczna L_qczna Liczba punkiéw
Laczna liczba eodzin liczba liczba liczba ECTS zaied
aczna flezba go godzin godzin punktow BKlaJ(?C
y#40) CNPS ECTS
w ¢ | p S
1223|7510 405 900 30 19,7

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, I, s, p)

4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Semestr 3

Kursy/grupy kursow obowiazkowe

liczba punktow ECTS 7

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma SPOS'. grup
Lp. kursu/ kursow efektu o Ig(]lerrJSpL;// i(:lji- ogblno- 0
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w ¢l 1| p]|s| uezemasic | 77y | CNPS | faczna Zg:ff kurséw | czenia | uczel- ;ﬁiﬁb‘ rodzaj® | typ’
niany4 cznym®
K2eit W08
1. ETDO009588W | Sensors and Actuators 1 K2eit_W13 15 60 2 1,2 T Z K Ob
K2eit_U08
2. ETD009079W | Diagnostics and Reliability 1 K2eit_WO07 15 30 1 0,6 T K Ob
. . - K2eit_U07
3. ETDO009079P Diagnostics and Reliability 1 K2eit_K06 15 60 2 14 T P K Ob
K2eit_K09
4. FLD129580W | Philosophy of Science and Technology 1 K2eit_K10 15 60 2 1,2 T 4 o} KO Ob
K2eit_K12
Razem 3|/]0J0j1]0 60 210 7 4,4
Kursy/grupy kurséw wybieralne (255 godzin w semestrze, 24 punktow ECTYS)
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe liczba godzin Symbol godzin pkt. ECTS | Forma S’,)Oé grup
Lp. kursu/ kursow efektu - Ig(]Lrjl:i)uy/ izllji— ogdlno- o
grupy kurséw oznaczy¢ symbolem GK) w ¢ || pl|s| Uezemasie | zzy | CNPS | taczna ZBa:ff kurséw | czenia u-czel;l %r}iﬁbt_' rodzaj® typ’
niany cznym®
1. ETD009585W | Packaging of EPM 1 S2epm_W14 15 30 1 0,6 T z S w
S2epm_U16
2. ETD009585L Packaging of EPM 2 S2epm_U17 30 30 1 0,7 T 4 P S W
S2epm_KO07
!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 7

2Tradycyjna— T, zdalna— Z
SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, I, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




3. ETD009586S

Diploma Seminar

K2eit_W01-
K2eit_W12,
S2epm_WO01-
S2epm_W14
K2eit_U01-
K2eit_U16,
S2epm_U01-
S2epm_U19
S2epm_KO01
S2epm_KO03
S2epm_KO05

30

60

1,4

4. ETDO009581D

MSc Thesis Work

12

K2eit_WO01-
K2eit_W12,
S2epm_WO01-
S2epm_W14
K2eit_U01-
K2eit_U16,
S2epm_U01-
S2epm_U20
K2eit_KO01-
K2eit_K12,
S2epm_KO01-
S2epm_K09

180

600

20

14

Razem

255

720

24

16,7

Razem w semestrze:

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Laczna liczba godzin

taczna
liczba

godzin
Y448

taczna
liczba

godzin
CNPS

taczna
liczba
punktéw
ECTS

Liczba punktow

ECTS zajec

BK*

315

930

31

21,1

2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, I, s, p)

4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O
SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Kod Nazwy kursow/ grup kursow koniczacych si¢ egzaminem Semestr
kursu/grupy
kursow
MATO001449W | 1. Mathematics
ETDO008564W | 2. Optical Fibers 1
ETDO008565W | 3. Vacuum and Plasma Techniques
ETD009584W | 1. Advanced Optoelectronics ’
ETDO009582W | 2. Ceramic Microsystems

3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktow ECTS po poszczegolnych semestrach

Semestr Dopuszczalny
deficyt punktow ECTS
po semestrze
1 12
2 6

Opinia wtasciwego organu Samorzadu Studenckiego

PRZEWODNICZACY WYDZIALOWEJ RADY DZIEKAN WYDZIALU
SAMORZADU STUDENCKIEGO W
T ] -
DRV RN |
GH\C; o dr hab. inz. Rafat Walczak, prof. uczelni

8.05.2019r. Wojciech Porgbifski 8.05.2019 r. Podpis Dziekana
Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow Data

!BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna— T, zdalna— Z

SEgzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, I, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy



